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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１
）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１
，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３
，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２
）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電
流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設け
、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１
－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側
に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ
，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）と、支持基板（２）
からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，
１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同
一の直径を有する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，
３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）とを接合することによってＬＥＤ
素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的お
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よび熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１
ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介し
て照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置するＬＥＤ素子（１－１）の電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥＤパッケ
ージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射
される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置するＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１
ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように
、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される
光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３
）と支持基板（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）
および複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ）の配置と、ＬＥＤパッ
ケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を
発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と支持基板
（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ）および複数の
支持基板側バンプ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ）の配置とを異ならせたことを特徴と
する照明装置（１００）。
【請求項２】
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１
）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１
，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３
，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２
）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電
流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設け
、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１
－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側
に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ
，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の接合によってＬＥ
Ｄ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１
ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的
および熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－
１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介
して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ
２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１
の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を発
光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）から支持基板
（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の
位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置する電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（２）とを接続する複数の素子側
バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）の配置と、ＬＥＤパッケージ（１０）から第２
の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位
置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と支持基板（２）とを接続する複数
の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ）の配置とを異ならせたことを特徴とす
る照明装置（１００）。
【請求項３】
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１
）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１
，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３
，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２
）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電
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流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設け
、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ
３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側
に延びている略同一の直径を有する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ
３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の接合によって
ＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１
－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電
気的および熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ素子（１－１）の発光面（
１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）
を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－
１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ（１０）から
第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）
を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）から支持
基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距
離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置す
る電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（２）とを接続する複数の支
持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ）の配置と、ＬＥＤパッケージ（１０）
から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の
背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と支持基板（２）とを接続
する複数の支持基板側バンプ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ）の配置とを異ならせたこ
とを特徴とする照明装置（１００）。
【請求項４】
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投影する照明装置（１００）におい
て、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支
持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ
素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１
－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素
子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ
１）の反対側の面に配置し、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ（３ｐ
１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ
９ａ）と、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，
１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２
ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）とを接
合することによってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ
３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支
持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ
１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱量より
も、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８
，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（１－１
）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持基板（
２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）および支持基板側バンプ（３ｐ５ｂ）の配置
と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８
，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ
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３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）および支持基板側バンプ（
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）
の配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１００）。
【請求項５】
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投影する照明装置（１００）におい
て、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支
持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ
素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１
－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素
子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ
１）の反対側の面に配置し、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ（３ｐ
１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ
９ａ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１
ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と
支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１
ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱量よ
りも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（１－
１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持基板
（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面
（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３
，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）と
を接続する素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７
ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１００）。
【請求項６】
ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投影する照明装置（１００）におい
て、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支
持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ
素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１
－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素
子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ
１）の反対側の面に配置し、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ
１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支持基板側バンプ（
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１
－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱
量よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（
１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持
基板（２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ５ｂ）の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）
の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
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－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板
（２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ
６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置
（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤパッケージの発光面をレンズによって投影する照明装置に関し、特に
は、簡易な手法により、ＬＥＤパッケージから第１の距離の位置を、ＬＥＤパッケージか
ら第１の距離より小さい第２の距離の位置と同等に明るく照らすことができる照明装置に
関する。
【０００２】
　更に、本発明は、ＬＥＤパッケージの発光面を投影する照明装置に関し、特には、簡易
な手法により、照射領域の周囲部分が照射領域の中央部分よりも暗くなってしまうのを回
避することができる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来から、光源としてＬＥＤ（発光素子）を用いた照明装置が知られている。この種の
照明装置の例としては、例えば特許文献１（特開２０１０－０４０２４８号公報）の図１
～図４に記載されたものがある。特許文献１の図１～図４に記載された照明装置では、照
射領域を一様に照射できるような配光を実現するために、光源からの光を配光制御するレ
ンズにプリズム、シリンドリカルレンズ等が設けられている（特許文献１の段落〔００２
３〕参照）。
【０００４】
　つまり、特許文献１の図１～図４に記載された照明装置では、光源の発光面を投影レン
ズによって投影することにより、光源の発光面と同様の光度分布（照度分布、輝度分布）
を有する配光パターンが形成されるのではなく、複雑な形状を有するレンズによって光源
からの光を配光制御することにより、一様な光度分布（照度分布、輝度分布）を有する配
光パターンを形成するように意図されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－０４０２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１の図１～図４に記載された照明装置では、一様な光度分布（照度
分布、輝度分布）を有する配光パターンを形成するように意図されているものの、実際に
は、光源が点光源ではなく、広がりを持っているため、照射領域の中央部分の照度が高く
、照射領域の周囲部分の照度が低くなってしまう（特許文献１の段落〔００４４〕、段落
〔００４７〕参照）。
【０００７】
　つまり、特許文献１の図１～図４に記載された照明装置では、一様な光度分布（照度分
布、輝度分布）を有する配光パターンを形成するために複雑な形状を有するレンズが用い
られているにもかかわらず、実際には、一様な光度分布（照度分布、輝度分布）を有する
配光パターンを形成することができず、光源から第１の距離の位置（光源から遠い位置）
が、光源から第１の距離より小さい第２の距離の位置（光源から近い位置）よりも暗くな
ってしまう。
【０００８】
　前記問題点に鑑み、本発明は、簡易な手法により、ＬＥＤパッケージから第１の距離の



(6) JP 5479211 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

位置を、ＬＥＤパッケージから第１の距離より小さい第２の距離の位置と同等に明るく照
らすことができる照明装置を提供することを目的とする。
【０００９】
　更に、本発明は、簡易な手法により、照射領域の周囲部分が照射領域の中央部分よりも
暗くなってしまうのを回避することができる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
請求項１に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００
）において、発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥ
Ｄ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，
１－４）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２
）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）をＬＥＤ素子（１－１）に設け、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ
２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－
１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ
（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ
，３ｐ９ａ）と、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１
ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１
－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）
とを接合することによってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ
素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距
離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置す
るＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（
２）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位
置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置するＬＥ
Ｄ素子（１－１）の電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）から支持基板（２）へ
の伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレ
ンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置する電極（１－
１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（２）とを接続する複数の素子側バンプ（
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）および複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ）の配置と、ＬＥＤパッケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）
を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－
１ｇ５，１－１ｇ６）と支持基板（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３
ｐ５ａ，３ｐ６ａ）および複数の支持基板側バンプ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ）の
配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１００）が提供される。
【００１１】
請求項２に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００
）において、発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥ
Ｄ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，
１－４）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２
）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）をＬＥＤ素子（１－１）に設け、ＬＥＤ素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ
２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－
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１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有する複数の素子側バンプ
（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ
，３ｐ９ａ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，
１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥ
Ｄ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の
距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置
する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、Ｌ
ＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を
介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１
ｇ５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッ
ケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を
発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板
（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）の配置と、Ｌ
ＥＤパッケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（
Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と
支持基板（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ）の配
置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１００）が提供される。
【００１２】
請求項３に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）をレンズ（３１）によって投影する照明装置（１００
）において、発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥ
Ｄ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，
１－４）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に設け、支持基板（２
）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
）をＬＥＤ素子（１－１）に設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の電極（１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７
，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支持基板側バ
ンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ
８ｂ，３ｐ９ｂ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１－１ｇ１，１－１ｇ
２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－
１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤパッケージ（１０）の
ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第
１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に
位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が
、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１
）を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１
－１ｇ５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤ
パッケージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１
）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持
基板（２）とを接続する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ）の配
置と、ＬＥＤパッケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射さ
れる光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６）と支持基板（２）とを接続する複数の支持基板側バンプ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ）の配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１００）が提供される。
【００１５】
請求項４に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投
影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１
）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に
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設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ
１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－
１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，
１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ１）の反対側の面に配置し、ＬＥＤ素子（１－１）の電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を
有する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ
６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）と、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の
電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１
－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支持
基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７
ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）とを接合することによってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７
，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤ素
子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）か
ら支持基板（２）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周
囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－
１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きく
なるように、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する
電極（１－１ｇ５）と支持基板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）および支持
基板側バンプ（３ｐ５ｂ）の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周
囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－
１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを接続する素子側バ
ンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ
９ａ）および支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ６ｂ，
３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の配置とを異ならせたことを特徴とする照明装置（１０
０）が提供される。
【００１６】
請求項５に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投
影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１
）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に
設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ
１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－
１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，
１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ１）の反対側の面に配置し、ＬＥＤ素子（１－１）の電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を
有する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ
６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、ＬＥＤ
素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）
から支持基板（２）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の
周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１
－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大き
くなるように、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置す
る電極（１－１ｇ５）と支持基板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）の配置と
、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１－
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１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，
１－１ｇ９）と支持基板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３
ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の配置とを異ならせたことを
特徴とする照明装置（１００）が提供される。
【００１７】
請求項６に記載の発明によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）を投
影する照明装置（１００）において、発光面（１－１ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１
）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とをＬＥＤパッケージ（１０）に
設け、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）に電流を供給するための電極（１－１ｇ
１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）をＬＥＤ素子（１－１）に設けると共に、電極（１－１ｇ１，１－
１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，
１－１ｇ９）を発光面（１－１ａ１）の反対側の面に配置し、支持基板（２）からＬＥＤ
素子（１－１）の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５
，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を
有する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，
３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の接合によってＬＥＤ素子（１－１）の各電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを電気的および熱的に接続し、Ｌ
ＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ
５）から支持基板（２）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１
）の周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が
大きくなるように、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位
置する電極（１－１ｇ５）と支持基板（２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ５ｂ）
の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－
１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ
２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の配置とを異な
らせたことを特徴とする照明装置（１００）が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）がレンズ（３１）によって投影される。
【００１９】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１
－４ａ１）全体が均一に発光するようにＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合
には、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置が、ＬＥＤパッケージ（１０）か
ら第１の距離より小さい第２の距離の位置よりも暗くなってしまう。
【００２０】
　この点に鑑み、請求項１に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－
４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２）とが
ＬＥＤパッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１
－１）に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－
１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子
（１－１）に設けられている。
【００２１】
　また、請求項１に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の複数の電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
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ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有
する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６
ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）と、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の複
数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６
，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の
支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３
ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）とを接合することによって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されて
いる。
【００２２】
　更に、請求項１に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ
素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距
離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置す
る電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥ
Ｄパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介
して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケ
ージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発
光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（
２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）および複数の支
持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ）の配置と、ＬＥＤパッケージ（１０）
から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の
背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と支持基板（２）とを接続
する複数の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ）および複数の支持基板側バン
プ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ）の配置とが異ならされている。
【００２３】
　そのため、請求項１に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレン
ズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（
１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される
光（Ｌ２）を発光する部分の輝度よりも高くすることができる。
【００２４】
　その結果、請求項１に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
から第１の距離の位置を、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距
離の位置と同等に明るく照らすことができる。
【００２５】
　請求項２に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）がレンズ（３１）によって投影される。
【００２６】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１
－４ａ１）全体が均一に発光するようにＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合
には、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置が、ＬＥＤパッケージ（１０）か
ら第１の距離より小さい第２の距離の位置よりも暗くなってしまう。
【００２７】
　この点に鑑み、請求項２に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－
４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２）とが
ＬＥＤパッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１
－１）に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－
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１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子
（１－１）に設けられている。
【００２８】
　また、請求項２に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の複数の電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有
する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６
ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の接合によって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されている
。
【００２９】
　更に、請求項２に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ
素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距
離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置す
る電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥ
Ｄパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介
して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケ
ージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発
光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（
２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ）の配置と、ＬＥ
Ｄパッケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ
２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）と支
持基板（２）とを接続する複数の素子側バンプ（３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ）の配置
とが異ならされている。
【００３０】
　そのため、請求項２に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレン
ズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（
１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される
光（Ｌ２）を発光する部分の輝度よりも高くすることができる。
【００３１】
　その結果、請求項２に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
から第１の距離の位置を、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距
離の位置と同等に明るく照らすことができる。
【００３２】
　請求項３に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）がレンズ（３１）によって投影される。
【００３３】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１
－４ａ１）全体が均一に発光するようにＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合
には、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置が、ＬＥＤパッケージ（１０）か
ら第１の距離より小さい第２の距離の位置よりも暗くなってしまう。
【００３４】
　この点に鑑み、請求項３に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１，１－
２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１）を有するＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－
４）と、ＬＥＤ素子（１－１，１－２，１－３，１－４）を支持する支持基板（２）とが
ＬＥＤパッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１
－１）に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－
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１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子
（１－１）に設けられている。
【００３５】
　また、請求項３に記載の照明装置（１００）では、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１
－１）の複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，
１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有
する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の接合によって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電
極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されて
いる。
【００３６】
　更に、請求項３に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）のＬＥＤ
素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距
離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の背面に位置す
る電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）から支持基板（２）への伝熱量が、ＬＥ
Ｄパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介
して照射される光（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ
５，１－１ｇ６）から支持基板（２）への伝熱量よりも大きくなるように、ＬＥＤパッケ
ージ（１０）から第１の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発
光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３）と支持基板（
２）とを接続する複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ）の配置と、
ＬＥＤパッケージ（１０）から第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される光
（Ｌ２）を発光する部分の背面に位置する電極（１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６）
と支持基板（２）とを接続する複数の支持基板側バンプ（３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ
）の配置とが異ならされている。
【００３７】
　そのため、請求項３に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
の発光面（１－１ａ１）のうち、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離の位置にレン
ズ（３１）を介して照射される光（Ｌ１）を発光する部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（
１０）から第１の距離より小さい第２の距離の位置にレンズ（３１）を介して照射される
光（Ｌ２）を発光する部分の輝度よりも高くすることができる。
【００３８】
　その結果、請求項３に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）
から第１の距離の位置を、ＬＥＤパッケージ（１０）から第１の距離より小さい第２の距
離の位置と同等に明るく照らすことができる。
【００４３】
請求項４に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）が投影される。
【００４４】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）全体が均一に発光するように
ＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合には、照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッ
ケージ（１０）から離れている位置）が照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）
から近い位置）よりも暗くなってしまう。
【００４５】
この点に鑑み、請求項４に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１）を有す
るＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とがＬＥＤ
パッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）
に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子（１－
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１）に設けられ、複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－
１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）が発光面（１－１ａ１）の
反対側の面に配置されている。
【００４６】
また、請求項４に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の複数の電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有す
る複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）と、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）の複数
の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，
１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有する複数の支
持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ
７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）とを接合することによって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されてい
る。
【００４７】
更に、請求項４に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－
１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱量
よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（１
－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持基
板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）および支持基板側バンプ（３ｐ５ｂ）の
配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，
３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）および支持基板側バン
プ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９
ｂ）の配置とが異ならされている。
【００４８】
そのため、請求項４に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）の中央部分の輝度よりも高くすることができる。
【００４９】
その結果、請求項４に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分に対応する照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッケージ（１
０）から離れている位置）が、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）の中央
部分に対応する照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）から近い位置）よりも暗
くなってしまうのを回避することができる。
【００５０】
請求項５に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）が投影される。
【００５１】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）全体が均一に発光するように
ＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合には、照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッ
ケージ（１０）から離れている位置）が照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）
から近い位置）よりも暗くなってしまう。
【００５２】
この点に鑑み、請求項５に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１）を有す
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るＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とがＬＥＤ
パッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）
に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子（１－
１）に設けられ、複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－
１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）が発光面（１－１ａ１）の
反対側の面に配置されている。
【００５３】
また、請求項５に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の複数の電極（
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）の側に延びている略同一の直径を有す
る複数の素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の接合によって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電極（１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７
，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されている。
【００５４】
更に、請求項５に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－
１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱量
よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（１
－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持基
板（２）とを接続する素子側バンプ（３ｐ５ａ）の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の発光
面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ
３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）
とを接続する素子側バンプ（３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ６ａ，３ｐ
７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ）の配置とが異ならされている。
【００５５】
そのため、請求項５に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）の中央部分の輝度よりも高くすることができる。
【００５６】
その結果、請求項５に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分に対応する照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッケージ（１
０）から離れている位置）が、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）の中央
部分に対応する照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）から近い位置）よりも暗
くなってしまうのを回避することができる。
【００５７】
請求項６に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）が投影される。
【００５８】
　仮に、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）全体が均一に発光するように
ＬＥＤパッケージ（１０）が構成されている場合には、照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッ
ケージ（１０）から離れている位置）が照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）
から近い位置）よりも暗くなってしまう。
【００５９】
この点に鑑み、請求項６に記載の照明装置（１００）では、発光面（１－１ａ１）を有す
るＬＥＤ素子（１－１）と、ＬＥＤ素子（１－１）を支持する支持基板（２）とがＬＥＤ
パッケージ（１０）に設けられている。更に、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－１）
に電流を供給するための複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
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，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）がＬＥＤ素子（１－
１）に設けられ、複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－
１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）が発光面（１－１ａ１）の
反対側の面に配置されている。
【００６０】
また、請求項６に記載の照明装置（１００）では、支持基板（２）からＬＥＤ素子（１－
１）の複数の電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１
－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）の側に延びている略同一の直径を有す
る複数の支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ
６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の接合によって、ＬＥＤ素子（１－１）の各電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（２）とが電気的および熱的に接続されてい
る。
【００６１】
更に、請求項６に記載の照明装置（１００）では、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－
１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）から支持基板（２）への伝熱量
よりも、ＬＥＤ素子（１－１）の発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極
（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９）から支持基板（２）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子（１
－１）の発光面（１－１ａ１）の中央部分の背面に位置する電極（１－１ｇ５）と支持基
板（２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ５ｂ）の配置と、ＬＥＤ素子（１－１）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分の背面に位置する電極（１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－
１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９）と支持基板（
２）とを接続する支持基板側バンプ（３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ６
ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ）の配置とが異ならされている。
【００６２】
そのため、請求項６に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１
ａ１）の中央部分の輝度よりも高くすることができる。
【００６３】
その結果、請求項６に記載の照明装置（１００）によれば、ＬＥＤパッケージ（１０）の
発光面（１－１ａ１）の周囲部分に対応する照射領域の周囲部分（ＬＥＤパッケージ（１
０）から離れている位置）が、ＬＥＤパッケージ（１０）の発光面（１－１ａ１）の中央
部分に対応する照射領域の中央部分（ＬＥＤパッケージ（１０）から近い位置）よりも暗
くなってしまうのを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】第１の実施形態の照明装置１００の概略的な全体構成図である。
【図２】第１の実施形態の照明装置１００の一部を構成するランプモジュール３３を概略
的に示した図である。
【図３】ランプモジュール３３から照射される光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３を説明するための図で
ある。
【図４】図２（Ｅ）に示すＬＥＤパッケージ１０のＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，
１－４の発光面１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１等の拡大図である。
【図５】図４に示すケーシング４が取り付けられる前の状態におけるＬＥＤパッケージ１
０の支持基板２等を示した図である。
【図６】図４に示すＬＥＤ素子１－１の拡大図などである。
【図７】ＬＥＤ素子１－１の概略的な断面図である。
【図８】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３
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ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形
成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板
２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ
６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形
成された状態を示した図である。
【図９】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４
，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３
ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形
成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板
２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ
６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形
成された状態を示した図である。
【図１０】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に形成されたバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ
３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状
態を示した図である。
【図１１】第１の実施形態の照明装置１００のＬＥＤパッケージ１０のＬＥＤ素子１－１
のＬＥＤ素子基板１－１ａの発光面１－１ａ１内の位置（図１１のグラフの横軸）と輝度
（図１１のグラフの縦軸）との関係などを示した図である。
【図１２】第２の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成されておらず、
ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。
【図１３】第２の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成されておらず、
ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。
【図１４】第２の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２のｐ側配線層２ａに接合された
状態を示した図である。
【図１５】第３の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成さ
れていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３
ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ
側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
【図１６】第３の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成さ
れていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３
ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ
側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
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【図１７】第３の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９が接合された
状態を示した図である。
【図１８】第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
【図１９】第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
【図２０】第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成され
たバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状態を示した図である。
【図２１】第５の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
【図２２】第５の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
【図２３】第６の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
【図２４】第６の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
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が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，
３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、
ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
【図２５】第７の実施形態の照明装置１００の概略的な全体構成図である。
【図２６】第７の実施形態の照明装置１００の一部を構成するランプモジュール３３を概
略的に示した図である。
【図２７】ランプモジュール３３から照射される光Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６を説明するための図
である。
【図２８】ランプモジュール３３から照射される光Ｌ２，Ｌ５，Ｌ８を説明するための図
である。
【図２９】図２６（Ｃ）に示すＬＥＤパッケージ１０のＬＥＤ素子１－１の発光面１－１
ａ１等の拡大図である。
【図３０】図２９に示すケーシング４が取り付けられる前の状態におけるＬＥＤパッケー
ジ１０の支持基板２等を示した図である。
【図３１】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが
形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基
板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが
形成された状態を示した図である。
【図３２】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが
形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基
板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが
形成された状態を示した図である。
【図３３】ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に形成されたバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ
３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状
態を示した図である。
【図３４】図２９および図３０（Ａ）に示すＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１を図２
６～図２８に示すレンズ３１によって投影することにより形成される配光パターンＰを示
した図である。
【図３５】第８の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成されておらず、
ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。
【図３６】第８の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ
，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａ
が形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成されておらず、
ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。
【図３７】第８の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
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１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２のｐ側配線層２ａに接合された
状態を示した図である。
【図３８】第９の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成さ
れていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３
ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ
側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
【図３９】第９の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成さ
れていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３
ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ
側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。
【図４０】第９の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９が接合された
状態を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　以下、本発明の照明装置の第１の実施形態について説明する。図１は第１の実施形態の
照明装置１００の概略的な全体構成図である。図２は第１の実施形態の照明装置１００の
一部を構成するランプモジュール３３を概略的に示した図である。詳細には、図２（Ａ）
はランプモジュール３３を図１の右下側から見た図、図２（Ｂ）はランプモジュール３３
を図１の手前側（図２（Ａ）の右側）から見た図、図２（Ｃ）はランプモジュール３３を
図１の右上側（図２（Ａ）の下側）から見た図である。図２（Ｄ）は図２（Ａ）のＡ－Ａ
線に沿った概略的な断面図、図２（Ｅ）はレンズ３１を取り外した状態におけるランプモ
ジュール３３を図１の右下側から見た図である。図３はランプモジュール３３から照射さ
れる光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３を説明するための図である。
【００６６】
　図４は図２（Ｅ）に示すＬＥＤパッケージ１０のＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，
１－４の発光面１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１等の拡大図である。図
５は図４に示すケーシング４が取り付けられる前の状態におけるＬＥＤパッケージ１０の
支持基板２等を示した図である。詳細には、図５（Ａ）は支持基板２に対してＬＥＤ素子
１－１，１－２，１－３，１－４がフリップチップ実装された状態におけるＬＥＤ素子１
－１，１－２，１－３，１－４および支持基板２を図１の右下側から見た図である。図５
（Ｂ）は図５（Ａ）のＢ－Ｂ線に沿った概略的な断面図である。図５（Ｃ）はＬＥＤ素子
１－１，１－２，１－３，１－４がフリップチップ実装される前の状態における支持基板
２を図１の右下側から見た図である。図５（Ｄ）は第１の実施形態の照明装置１００の変
形例の支持基板２を示した図である。
【００６７】
　図６は図４に示すＬＥＤ素子１－１の拡大図などである。詳細には、図６（Ａ）は図４
に示すＬＥＤ素子１－１の拡大図である。図６（Ｂ）は図６（Ａ）に示すＬＥＤ素子１－
１を裏側（図１の左上側）から見た図である。図７はＬＥＤ素子１－１の概略的な断面図
である。詳細には、図７（Ａ）は図６（Ａ）のＣ－Ｃ線に沿った概略的な断面図、図７（
Ｂ）は図６（Ａ）のＤ－Ｄ線に沿った概略的な断面図、図７（Ｃ）は図６（Ａ）のＥ－Ｅ
線に沿った概略的な断面図である。
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【００６８】
　図８および図９はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３
ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３
ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、および
、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ
５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３
ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。詳細には、図８（Ａ）はＬＥＤ素子１－１の
ｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，
１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ
，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－
１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態を図１の左上側から見た図である。図８（Ｂ）は
支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５
ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ
１ｂが形成された状態を図１の右下側から見た図である。図９（Ａ）は図８（Ａ）および
図８（Ｂ）のＦ－Ｆ線に沿った概略的な断面図、図９（Ｂ）は図８（Ａ）および図８（Ｂ
）のＧ－Ｇ線に沿った概略的な断面図、図９（Ｃ）は図８（Ａ）および図８（Ｂ）のＨ－
Ｈ線に沿った概略的な断面図である。
【００６９】
　図１０はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に形成されたバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ
３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状
態を示した図である。詳細には、図１０（Ａ）は図８（Ａ）および図８（Ｂ）のＦ－Ｆ線
に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持
基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが接合された状態を示した図である。図
１０（Ｂ）は図８（Ａ）および図８（Ｂ）のＧ－Ｇ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子
１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ
，３ｐ６ｂとが接合された状態を示した図である。図１０（Ｃ）は図８（Ａ）および図８
（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ８ａ
，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状態を示
した図である。図１１は第１の実施形態の照明装置１００のＬＥＤパッケージ１０のＬＥ
Ｄ素子１－１のＬＥＤ素子基板１－１ａの発光面１－１ａ１内の位置（図１１のグラフの
横軸）と輝度（図１１のグラフの縦軸）との関係などを示した図である。
【００７０】
　第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図２（Ｅ
）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４（図２（Ｅ）および図
４参照）の発光面１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１（図４参照）が、レ
ンズ３１（図２および図３参照）のうち、例えば平凸シリンドリカルレンズなどのような
投影レンズとしての機能を有する部分によって投影されるように、第１の実施形態の照明
装置１００の光学系が設定されている。詳細には、第１の実施形態の照明装置１００では
、図２（Ｄ）および図２（Ｅ）に示すように、例えば、ＬＥＤパッケージ１０がヒートシ
ンク３２に搭載されている。また、図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図２（Ｄ
）に示すように、ヒートシンク３２とレンズ３１とが接続されている。更に、図１および
図２に示すように、ＬＥＤパッケージ１０とレンズ３１とヒートシンク３２とによって構
成される複数のランプユニット３３が、支柱４２に取り付けられたフレーム４１に接続さ
れ、第１の実施形態の照明装置１００が構成されている。つまり、第１の実施形態の照明
装置１００は、例えば街路灯、スタジアム照明装置などに適用可能に構成されている。
【００７１】
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　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、図４に示すように、例えば４個のＬＥＤ
素子１－１，１－２，１－３，１－４と、支持基板２と、貫通穴４ａを有するケーシング
４とが、ＬＥＤパッケージ１０に設けられている。詳細には、第１の実施形態の照明装置
１００では、ＬＥＤ素子１－１と、ＬＥＤ素子１－２と、ＬＥＤ素子１－３と、ＬＥＤ素
子１－４とが同様に構成されている。また、第１の実施形態の照明装置１００では、例え
ば、波長が４６０ｎｍの青色を発光するＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４が用
いられ、ケーシング４の貫通穴４ａ内に例えば黄色味を帯びた例えばＹＡＧ系の蛍光体が
充填されている。そのため、第１の実施形態の照明装置１００では、例えば、ＬＥＤ素子
１－１，１－２，１－３，１－４が発光すると、ケーシング４の貫通穴４ａ内の蛍光体が
励起される。その結果、発光色が混色されて、白色を帯びた光がＬＥＤパッケージ１０か
ら照射される。
【００７２】
　第１の実施形態の照明装置１００では、４個のＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１
－４がＬＥＤパッケージ１０に設けられているが、第１の実施形態の照明装置１００の変
形例では、代わりに、４個以外の任意の数のＬＥＤ素子をＬＥＤパッケージ１０に設ける
ことも可能である。また、第１の実施形態の照明装置１００では、例えば１ｍｍ□のＬＥ
Ｄ素子１－１，１－２，１－３，１－４が用いられているが、第１の実施形態の照明装置
１００の変形例では、代わりに、第１の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１，
１－２，１－３，１－４とはサイズが異なるＬＥＤ素子を用いることも可能である。更に
、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４の
相互の間隔が例えば１００μｍに設定されているが、第１の実施形態の照明装置１００の
変形例では、代わりに、ＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４の相互の間隔を１０
０μｍ以外の任意の値に設定することも可能である。
【００７３】
　また、第１の実施形態の照明装置１００では、図５（Ｃ）に示すように、例えば、ｐ側
配線層２ａと、ｎ側配線層２ｂとが、例えばＳｉ、ＡｌＮ、ＳｉＣ、ＡｌＯ２などによっ
て形成された支持基板２に設けられているが、第１の実施形態の照明装置１００の変形例
では、代わりに、図５（Ｄ）に示すように、例えば、ｐ側配線層２ａと、ｎ側配線層２ｂ
とを、例えばＳｉ、ＡｌＮ、ＳｉＣ、ＡｌＯ２などによって形成された支持基板２に設け
ることも可能である。
【００７４】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、図７に示すように、例えば、ＬＥＤ素子
基板１－１ａと、ｎ型半導体層１－１ｂと、発光層１－１ｃ１，１－１ｃ２，１－１ｃ３
，１－１ｃ４，１－１ｃ５，１－１ｃ６，１－１ｃ７，１－１ｃ８，１－１ｃ９とが、Ｌ
ＥＤ素子１－１に設けられている。詳細には、例えば、図７（Ａ）に示すように、発光層
１－１ｃ７，１－１ｃ８，１－１ｃ９に隣接してｐ型半導体層１－１ｄ７，１－１ｄ８，
１－１ｄ９が形成され、図７（Ｂ）に示すように、発光層１－１ｃ４，１－１ｃ５，１－
１ｃ６に隣接してｐ型半導体層１－１ｄ４，１－１ｄ５，１－１ｄ６が形成され、図７（
Ｃ）に示すように、発光層１－１ｃ１，１－１ｃ２，１－１ｃ３に隣接してｐ型半導体層
１－１ｄ１，１－１ｄ２，１－１ｄ３が形成されている。更に、例えば、図７（Ａ）に示
すように、ｐ型半導体層１－１ｄ７，１－１ｄ８，１－１ｄ９に隣接してｐ側電極１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９が形成され、図７（Ｂ）に示すように、ｐ型半導体層１－
１ｄ４，１－１ｄ５，１－１ｄ６に隣接してｐ側電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６が形成され、図７（Ｃ）に示すように、ｐ型半導体層１－１ｄ１，１－１ｄ２，１－１
ｄ３に隣接してｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３が形成されている。つまり
、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１の発光層１－１ｃ１，１－１
ｃ２，１－１ｃ３，１－１ｃ４，１－１ｃ５，１－１ｃ６，１－１ｃ７，１－１ｃ８，１
－１ｃ９が発光すると、ＬＥＤ素子基板１－１ａの表面（図７の上側の表面）が発光面１
－１ａ１として機能する。
【００７５】



(22) JP 5479211 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、図７に示すように、例えば、ｎ側パッド
電極１－１ｅと、ｎ側オーミック電極１－１ｆとが、ＬＥＤ素子１－１に設けられている
。詳細には、第１の実施形態の照明装置１００では、図６（Ｂ）に示すように、例えば９
個のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９が、例えば図６（Ｂ）の縦３列×図６（Ｂ）の
横３列に配列されている。また、例えば４個のｎ側パッド電極１－１ｅが、ＬＥＤ素子１
－１の例えば４隅に配置されている。第１の実施形態の照明装置１００では、９個のｐ側
電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９が図６（Ｂ）の縦３列×図６（Ｂ）の横３列に配列され
ているが、第１の実施形態の照明装置１００の変形例では、代わりに、９個より多いの任
意の数のｐ側電極をＬＥＤ素子１－１に設け、図６（Ｂ）の縦４列以上になるように複数
のｐ側電極を配列することも可能である。また、第１の実施形態の照明装置１００では、
ｎ側パッド電極１－１ｅがＬＥＤ素子１－１の４隅に配置されているが、第１０の実施形
態の照明装置１００の変形例では、代わりに、ｎ側パッド電極をＬＥＤ素子１－１の４隅
以外の任意の位置に配置することも可能である。
【００７６】
　また、第１の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図５（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図８（Ａ）および図９に示すように、
ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１に、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３
ｐ１ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ２に、例えば金バンプなどのよ
うな３個のバンプ３ｐ２ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ３に、例え
ば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ３ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ４に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ４ａが形成され、ＬＥＤ素
子１－１のｐ側電極１－１ｇ５に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ａが
形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ６に、例えば金バンプなどのような２個
のバンプ３ｐ６ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ７に、例えば金バン
プなどのような１個のバンプ３ｐ７ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ
８に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ８ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１
のｐ側電極１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ａが形成され
ている。また、図８（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅに
、例えば金バンプなどのようなバンプ３ｎ１ａが形成されている。
【００７７】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図５（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図８（Ｂ）および図９に示すように、
支持基板２のｐ側配線層２ａに、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ１ｂが形
成され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ２ｂが形成され、例えば金バンプ
などのような３個のバンプ３ｐ３ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個のバン
プ３ｐ４ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ｂが形成され、
例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ６ｂが形成され、例えば金バンプなどのよ
うな１個のバンプ３ｐ７ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ８
ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ｂが形成されている。更
に、図８（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに、例えば金バンプなどのよ
うなバンプ３ｎ１ｂが形成されている。
【００７８】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、図１０に示すように、図６および図７に
示すＬＥＤ素子１－１が、図５（Ｃ）に示す支持基板２に対してフリップチップ実装され
ている。詳細には、第１の実施形態の車両用前照灯１００では、図８および図１０に示す
ように、例えば超音波振動によって、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ１ａと支持基
板２の３個のバンプ３ｐ１ｂとが融着・接合され（図１０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－
１の３個のバンプ３ｐ２ａと支持基板２の３個のバンプ３ｐ２ｂとが融着・接合され（図
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１０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ３ａと支持基板２の３個のバン
プ３ｐ３ｂとが融着・接合され（図１０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ
３ｐ４ａと支持基板２の２個のバンプ３ｐ４ｂとが融着・接合され（図１０（Ｂ）参照）
、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａと支持基板２の２個のバンプ３ｐ５ｂとが融
着・接合され（図１０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ６ａと支持基
板２の２個のバンプ３ｐ６ｂとが融着・接合され（図１０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－
１の１個のバンプ３ｐ７ａと支持基板２の１個のバンプ３ｐ７ｂとが融着・接合され（図
１０（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ８ａと支持基板２の１個のバン
プ３ｐ８ｂとが融着・接合され（図１０（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ
３ｐ９ａと支持基板２の１個のバンプ３ｐ９ｂとが融着・接合され（図１０（Ｃ）参照）
、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図８（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバ
ンプ３ｎ１ｂ（図８（Ｂ）参照）とが融着・接合されている。
【００７９】
　その結果、第１の実施形態の照明装置１００では、図１０に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂおよびバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３
ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１
，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第１の実施形態の照明装置
１００では、ＬＥＤ素子１－１（図８（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図８（Ａ
）参照）からバンプ３ｎ１ａ（図８（Ａ）参照）およびバンプ３ｎ１ｂ（図８（Ｂ）参照
）を介して支持基板２（図８（Ｂ）参照）に電流が流れる。
【００８０】
　同様に、第１の実施形態の照明装置１００では、図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示すよ
うに、ＬＥＤ素子１－２，１－３，１－４が支持基板２に対してフリップチップ実装され
ている。
【００８１】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４（図２（Ｅ）お
よび図４参照）の発光面１－１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１（図４参照）
がレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図２（Ｄ）参照）によって投
影される。
【００８２】
　ところで、仮に、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図２（Ｅ）および図４参照）の
ＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１（図４参照）全体が均一に発光するように
ＬＥＤパッケージ１０が構成されている場合には、ランプユニット３３（図１、図２およ
び図３参照）から照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）の明るさと、光Ｌ２（
図１および図３（Ｂ）参照）の明るさと、光Ｌ３（図１および図３（Ｃ）参照）の明るさ
とが等しくなり、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到達する位置）
が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達す
る位置）よりも暗くなってしまい、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２
が到達する位置）が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より小さい第３の距離の位置
（光Ｌ３が到達する位置）よりも暗くなってしまう。
【００８３】
　この点に鑑み、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図４および
図６参照）の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５
，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）から支持基板２
（図８（Ｂ）参照）の側に延びている略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ
２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（図８
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（Ａ）参照）と、支持基板２（図８（Ｂ）参照）からＬＥＤ素子１－１の複数の電極１－
１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，
１－１ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）の側に延びている略同一の直径を有する複数
のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図８（Ｂ）参照）とを接合することによって、ＬＥＤ素子１－１の各
電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－
１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）と支持基板２（図８（Ｂ）参照）と
が電気的および熱的に接続されている。
【００８４】
　詳細には、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）
、図２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光
面１－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１
が到達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）およ
び図２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する
部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図８（Ａ）参照）から
支持基板２（図８（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図８（Ａ）参照）から支持基板２（図８（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくなるよ
うに、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ
１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図８（Ａ
）参照）と支持基板２（図８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ１ｂ
，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂ（図８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ
１ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂの数）と、ＬＥＤパッケージ
１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２を発光する部分の背面
に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図８（Ａ）参照）と支持基板２（
図８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，
３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５
ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂの数）とが異ならされている。
【００８５】
　そのため、第１の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０（図２（
Ｄ）、図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッ
ケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）お
よび図２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光す
る部分（図１１中のＦ－Ｆ線上の部分）の輝度を、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離
より小さい第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（
Ｂ）参照）を発光する部分（図１１中のＧ－Ｇ線上の部分）の輝度よりも高くすることが
できる。その結果、第１の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０か
ら第１の距離の位置（光Ｌ１が到達する位置（図１参照））を、ＬＥＤパッケージ１０か
ら第１の距離より小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））と同等
に明るく照らすことができる。
【００８６】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図８（Ａ）参照）から支持
基板２（図８（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より小さ
い第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照射さ
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れる光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（
図８（Ａ）参照）から支持基板２（図８（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくなるように
、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２を
発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図８（Ａ）参
照）と支持基板２（図８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３
ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａ
，３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂの数）と、ＬＥＤパッケージ１０
から第３の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位
置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）と支持基板２（図８
（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ
９ａ，３ｐ９ｂ（図８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，
３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂの数）とが異ならされている。
【００８７】
　そのため、第１の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０（図２（
Ｄ）、図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッ
ケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）お
よび図２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光す
る部分の輝度（図１１中のＧ－Ｇ線上の部分）を、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離
より小さい第３の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ３（図１および図３（
Ｃ）参照）を発光する部分（図１１中のＨ－Ｈ線上の部分）の輝度よりも高くすることが
できる。その結果、第１の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０か
ら第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））を、ＬＥＤパッケージ１０か
ら第２の距離より小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））と同等
に明るく照らすことができる。
【００８８】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂ（図８、図９および図１０参照）が用いられている。そのため、第１の実施形態
の照明装置１００によれば、個々のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３
ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３
ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの直径が異ならされている
場合よりも、照明装置１００全体の製造コストを削減することができる。
【００８９】
　以下、本発明の照明装置の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第２の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【００９０】
　図１２および図１３は第２の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成さ
れておらず、ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。詳細に
は、図１２（Ａ）はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３
ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３
ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態を図１の
左上側から見た図である。図１２（Ｂ）は支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成さ
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れておらず、ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を図１の右下側から見た図
である。図１３（Ａ）は図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）のＦ－Ｆ線に沿った概略的な断
面図、図１３（Ｂ）は図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）のＧ－Ｇ線に沿った概略的な断面
図、図１３（Ｃ）は図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った概略的な断面図
である。
【００９１】
　図１４は第２の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２のｐ側配線層２ａに接合された
状態を示した図である。詳細には、図１４（Ａ）は図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）のＦ
－Ｆ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ
が支持基板２に接合された状態を示した図である。図１４（Ｂ）は図１２（Ａ）および図
１２（Ｂ）のＧ－Ｇ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ
５ａ，３ｐ６ａが支持基板２に接合された状態を示した図である。図１４（Ｃ）は図１２
（Ａ）および図１２（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ
３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２に接合された状態を示した図である。
【００９２】
　第１の実施形態の照明装置１００では、図８（Ｂ）および図９に示すように、支持基板
２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ
６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成されているが、第２の実施形態の照明装置１
００では、図１２（Ｂ）および図１３に示すように、支持基板２のｐ側配線層２ａにバン
プが形成されていない。また、第１の実施形態の照明装置１００では、図８（Ｂ）に示す
ように、支持基板２のｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成されているが、第２の実施
形態の照明装置１００では、図１２（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに
バンプが形成されていない。
【００９３】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、例えば超音波振動によって、図１０（Ａ
）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持基板２
のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが融着・接合され、図１０（Ｂ）に示すように
、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが融着・接合され、図１０（Ｃ）に示すように、ＬＥＤ素子１
－１のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂとが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｎ１ａ（図８（Ａ）参照）と
支持基板２のバンプ３ｎ１ｂ（図８（Ｂ）参照）とが融着・接合されているが、第２の実
施形態の照明装置１００では、図１２および図１４に示すように、例えば超音波振動によ
って、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ１ａが支持基板２に融着・接合され（図１４
（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ２ａが支持基板２に融着・接合され
（図１４（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ３ａが支持基板２に融着・
接合され（図１４（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ４ａが支持基板２
に融着・接合され（図１４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａが支
持基板２に融着・接合され（図１４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ
６ａが支持基板２に融着・接合され（図１４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の１個のバ
ンプ３ｐ７ａが支持基板２に融着・接合され（図１４（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の
１個のバンプ３ｐ８ａが支持基板２に融着・接合され（図１４（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子
１－１の１個のバンプ３ｐ９ａが支持基板２に融着・接合され（図１４（Ｃ）参照）、Ｌ
ＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図１２（Ａ）参照）が支持基板２に融着・接合
されている。
【００９４】
　その結果、第２の実施形態の照明装置１００では、図１４に示すように、支持基板２か
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らバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３
ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１
ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図
１２（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第２の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ
素子１－１（図１２（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図１２（Ａ）参照）からバ
ンプ３ｎ１ａ（図１２（Ａ）参照）を介して支持基板２（図１２（Ｂ）参照）に電流が流
れる。
【００９５】
　第１の実施形態の照明装置１００では、図１０に示すように、ＬＥＤ素子１－１の複数
の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１
－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図８（Ａ）参照）から支持基板２の側に延びている
略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の複数
の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１
－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９の側に延びている略同一の直径を有する複数のバンプ
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂとを接合することによってＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，
１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９と支持基板２とが電気的および熱的に接続されているが、第２の実施形態の照明装置１
００では、図１４に示すように、ＬＥＤ素子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２
，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１
ｇ９（図１２（Ａ）参照）から支持基板２の側に延びている略同一の直径を有する複数の
バンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ
８ａ，３ｐ９ａの接合によってＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－
１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９と
支持基板２とが電気的および熱的に接続されている。
【００９６】
　更に、第２の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１２（Ａ）参照）から支
持基板２（図１２（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図１２（Ａ）参照）から支持基板２（図１２（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１
２（Ａ）参照）と支持基板２（図１２（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ（図１２（Ａ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ
，３ｐ３ａの数）と、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して
照射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６（図１２（Ａ）参照）と支持基板２（図１２（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ
３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ（図１２（Ａ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａ
，３ｐ５ａ，３ｐ６ａの数）とが異ならされている。
【００９７】
　また、第２の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
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達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１２（Ａ）参照）から支
持基板２（図１２（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より
小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９（図１２（Ａ）参照）から支持基板２（図１２（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１
２（Ａ）参照）と支持基板２（図１２（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，
３ｐ５ａ，３ｐ６ａ（図１２（Ａ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａの数）と、ＬＥＤパッケージ１０から第３の距離の位置にレンズ３１を介して
照射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１
ｇ９（図１２（Ａ）参照）と支持基板２（図１２（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ
３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（図１２（Ａ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ａ
，３ｐ８ａ，３ｐ９ａの数）とが異ならされている。
【００９８】
　更に、第２の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（
図１２（Ａ）、図１３および図１４参照）が用いられている。
【００９９】
　以下、本発明の照明装置の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第３の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１００】
　図１５および図１６は第３の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプが形成されていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが
形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。詳細に
は、図１５（Ａ）はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプが
形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成されていない状態を図１の左
上側から見た図である。図１５（Ｂ）は支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが
形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図１の右下側から見た図
である。図１６（Ａ）は図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）のＦ－Ｆ線に沿った概略的な断
面図、図１６（Ｂ）は図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）のＧ－Ｇ線に沿った概略的な断面
図、図１６（Ｃ）は図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った概略的な断面図
である。
【０１０１】
　図１７は第３の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９が接合された
状態を示した図である。詳細には、図１７（Ａ）は図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）のＦ
－Ｆ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２
ｂ，３ｐ３ｂとが接合された状態を示した図である。図１７（Ｂ）は図１５（Ａ）および
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図１５（Ｂ）のＧ－Ｇ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支持基板２のバンプ
３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが接合された状態を示した図である。図１７（Ｃ）は図
１５（Ａ）および図１５（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支
持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状態を示した図である。
【０１０２】
　第１の実施形態の照明装置１００では、図８（Ａ）および図９に示すように、ＬＥＤ素
子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１
－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのようなバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａが形成されているが、第３の実施形態の照明装置１００では、図１５（Ａ）およ
び図１６に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ
３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバン
プが形成されていない。また、第１の実施形態の照明装置１００では、図８（Ａ）に示す
ように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅに、例えば金バンプなどのようなバ
ンプ３ｎ１ａが形成されているが、第３の実施形態の照明装置１００では、図１５（Ａ）
に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成されていない
。
【０１０３】
　更に、第１の実施形態の照明装置１００では、例えば超音波振動によって、図１０（Ａ
）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持基板２
のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが融着・接合され、図１０（Ｂ）に示すように
、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが融着・接合され、図１０（Ｃ）に示すように、ＬＥＤ素子１
－１のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂとが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｎ１ａ（図８（Ａ）参照）と
支持基板２のバンプ３ｎ１ｂ（図８（Ｂ）参照）とが融着・接合されているが、第３の実
施形態の照明装置１００では、図１５および図１７に示すように、例えば超音波振動によ
って、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ１ｂとが融着・接合され（図１
７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ２ｂとが融着・接合
され（図１７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ３ｂとが
融着・接合され（図１７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の２個のバンプ３
ｐ４ｂとが融着・接合され（図１７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の２個
のバンプ３ｐ５ｂとが融着・接合され（図１７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基
板２の２個のバンプ３ｐ６ｂとが融着・接合され（図１７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－
１と支持基板２の１個のバンプ３ｐ７ｂとが融着・接合され（図１７（Ｃ）参照）、ＬＥ
Ｄ素子１－１と支持基板２の１個のバンプ３ｐ８ｂとが融着・接合され（図１７（Ｃ）参
照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の１個のバンプ３ｐ９ｂとが融着・接合され（図１
７（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の４個のバンプ３ｎ１ｂ（図１５（Ｂ）
参照）とが融着・接合されている。
【０１０４】
　その結果、第３の実施形態の照明装置１００では、図１７に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１
ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図
１５（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第３の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ
素子１－１（図１５（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図１５（Ａ）参照）からバ
ンプ３ｎ１ｂ（図１５（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図１５（Ｂ）参照）に電流が流
れる。
【０１０５】
　第３の実施形態の照明装置１００では、図１７に示すように、支持基板２からＬＥＤ素
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子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，
１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図１５（Ａ）参照）の側に延びてい
る略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５
ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの接合によってＬＥＤ素子１－１の各電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図１５（Ａ）参照）と支持基板２とが電気的および熱的に
接続されている。
【０１０６】
　更に、第３の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１５（Ａ）参照）から支
持基板２（図１５（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図１５（Ａ）参照）から支持基板２（図１５（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１
５（Ａ）参照）と支持基板２（図１５（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ（図１５（Ｂ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂの数）と、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して
照射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６（図１５（Ａ）参照）と支持基板２（図１５（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ
３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ（図１５（Ｂ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ｂ
，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂの数）とが異ならされている。
【０１０７】
　また、第３の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１５（Ａ）参照）から支
持基板２（図１５（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より
小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９（図１５（Ａ）参照）から支持基板２（図１５（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１
５（Ａ）参照）と支持基板２（図１５（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ｂ，
３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ（図１５（Ｂ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ
，３ｐ６ｂの数）と、ＬＥＤパッケージ１０から第３の距離の位置にレンズ３１を介して
照射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１
ｇ９（図１５（Ａ）参照）と支持基板２（図１５（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ
３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図１５（Ｂ）参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ｂ
，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの数）とが異ならされている。
【０１０８】
　以下、本発明の照明装置の第４の実施形態について説明する。第４の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
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構成されている。従って、第４の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１０９】
　図１８および図１９は第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ
，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ
が形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。詳細
には、図１８（Ａ）は第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１
－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７
，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバン
プ３ｎ１ａが形成された状態を図１の左上側から見た図である。図１８（Ｂ）は第４の実
施形態の照明装置１００の支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３
ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ
側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図１の右下側から見た図である。図１
９（Ａ）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＩ－Ｉ線に沿った概略的な断面図、図１９
（Ｂ）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＪ－Ｊ線に沿った概略的な断面図、図１９（
Ｃ）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＫ－Ｋ線に沿った概略的な断面図、図１９（Ｄ
）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＬ－Ｌ線に沿った概略的な断面図である。
【０１１０】
　図２０は第４の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成され
たバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状態を示した図である。詳細には、図２０（Ａ）は図１
８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＩ－Ｉ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバン
プ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂと
が接合された状態を示した図である。図２０（Ｂ）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）の
Ｊ－Ｊ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３
ａと支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが接合された状態を示した図で
ある。図２０（Ｃ）は図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）のＫ－Ｋ線に沿った断面内におけ
るＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが接合された状態を示した図である。図２０（Ｄ）は図１８（
Ａ）および図１８（Ｂ）のＬ－Ｌ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３
ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接
合された状態を示した図である。
【０１１１】
　第４の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１を図５
（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図１８（Ａ）および図１９に示すように、Ｌ
ＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１に、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ
１ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ２に、例えば金バンプなどのよう
な４個のバンプ３ｐ２ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ３に、例えば
金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１
－１ｇ４に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ４ａが形成され、ＬＥＤ素子
１－１のｐ側電極１－１ｇ５に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ａが形
成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ６に、例えば金バンプなどのような２個の
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バンプ３ｐ６ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ７に、例えば金バンプ
などのような１個のバンプ３ｐ７ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ８
に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ８ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１の
ｐ側電極１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ａが形成されて
いる。また、図１８（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅに
、例えば金バンプなどのようなバンプ３ｎ１ａが形成されている。
【０１１２】
　更に、第４の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図５（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図１８（Ｂ）および図１９に示すよう
に、支持基板２のｐ側配線層２ａに、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ１ｂ
が形成され、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ２ｂが形成され、例えば金バ
ンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個の
バンプ３ｐ４ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ｂが形成さ
れ、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ６ｂが形成され、例えば金バンプなど
のような１個のバンプ３ｐ７ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３
ｐ８ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ｂが形成されている
。更に、図１８（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに、例えば金バンプな
どのようなバンプ３ｎ１ｂが形成されている。
【０１１３】
　更に、第４の実施形態の照明装置１００では、図２０に示すように、図６および図７に
示すＬＥＤ素子１－１が、図５（Ｃ）に示す支持基板２に対してフリップチップ実装され
ている。詳細には、第４の実施形態の照明装置１００では、図１８および図２０に示すよ
うに、例えば超音波振動によって、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ１ａと支持基板
２の４個のバンプ３ｐ１ｂとが融着・接合され（図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）参照）
、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ２ａと支持基板２の４個のバンプ３ｐ２ｂとが融
着・接合され（図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバン
プ３ｐ３ａと支持基板２の４個のバンプ３ｐ３ｂとが融着・接合され（図２０（Ａ）およ
び図２０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ４ａと支持基板２の２個の
バンプ３ｐ４ｂとが融着・接合され（図２０（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバ
ンプ３ｐ５ａと支持基板２の２個のバンプ３ｐ５ｂとが融着・接合され（図２０（Ｃ）参
照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ６ａと支持基板２の２個のバンプ３ｐ６ｂと
が融着・接合され（図２０（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ７ａと支
持基板２の１個のバンプ３ｐ７ｂとが融着・接合され（図２０（Ｄ）参照）、ＬＥＤ素子
１－１の１個のバンプ３ｐ８ａと支持基板２の１個のバンプ３ｐ８ｂとが融着・接合され
（図２０（Ｄ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ９ａと支持基板２の１個の
バンプ３ｐ９ｂとが融着・接合され（図２０（Ｄ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバ
ンプ３ｎ１ａ（図１８（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｎ１ｂ（図１８（Ｂ）
参照）とが融着・接合されている。
【０１１４】
　その結果、第４の実施形態の照明装置１００では、図２０に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂおよびバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３
ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１
，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９（図１８（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第４の実施形態の照明装
置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図１８（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図１
８（Ａ）参照）からバンプ３ｎ１ａ（図１８（Ａ）参照）およびバンプ３ｎ１ｂ（図１８
（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図１８（Ｂ）参照）に電流が流れる。
【０１１５】
　更に、第４の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
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２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１８（Ａ）参照）から支
持基板２（図１８（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図１８（Ａ）参照）から支持基板２（図１８（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図１
８（Ａ）参照）と支持基板２（図１８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂ（図１８参照）の配置（詳細には、
バンプ３ｐ１ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂの数）と、ＬＥＤ
パッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２を発光する
部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１８（Ａ）参照）と
支持基板２（図１８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５
ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図１８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａ，
３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂの数）とが異ならされている。
【０１１６】
　また、第４の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１８（Ａ）参照）から支
持基板２（図１８（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より
小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９（図１８（Ａ）参照）から支持基板２（図１８（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図１
８（Ａ）参照）と支持基板２（図１８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，
３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図１８参照）の配置（詳細には、
バンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂの数）と、ＬＥＤ
パッケージ１０から第３の距離の位置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ３を発光する
部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図１８（Ａ）参照）と
支持基板２（図１８（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８
ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂ（図１８参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ａ，
３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂの数）とが異ならされている。
【０１１７】
　以下、本発明の照明装置の第５の実施形態について説明する。第５の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第５の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１１８】
　図２１および図２２は第５の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
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ンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ
，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ
が形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
詳細には、図２１（Ａ）は第５の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電
極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ
５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅに
バンプ３ｎ１ａが形成された状態を図１の左上側から見た図である。図２１（Ｂ）は第５
の実施形態の照明装置１００の支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され
、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図１の右下側から見た図である。
図２２（Ａ）は図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）のＭ－Ｍ線に沿った概略的な断面図、図
２２（Ｂ）は図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）のＭ－Ｍ線に沿った断面内におけるＬＥＤ
素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ４ａ，３ｐ７ａと支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ
４ｂ，３ｐ７ｂとが接合された状態を示した図である。
【０１１９】
　第５の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１を図５
（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図２１（Ａ）および図２２（Ａ）に示すよう
に、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１に、例えば金バンプなどのような４個のバン
プ３ｐ１ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ２に、例えば金バンプなど
のような４個のバンプ３ｐ２ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ３に、
例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側
電極１－１ｇ４に、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ４ａが形成され、ＬＥ
Ｄ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ５に、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ５
ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ６に、例えば金バンプなどのような
３個のバンプ３ｐ６ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ７に、例えば金
バンプなどのような４個のバンプ３ｐ７ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－
１ｇ８に、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ８ａが形成され、ＬＥＤ素子１
－１のｐ側電極１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ９ａが形成
されている。また、図２１（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－
１ｅに、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｎ１ａが形成されている。
【０１２０】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図５（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図２１（Ｂ）および図２２（Ａ）に示
すように、支持基板２のｐ側配線層２ａに、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３
ｐ１ｂが形成され、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ２ｂが形成され、例え
ば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ｂが形成され、例えば金バンプなどのような
２個のバンプ３ｐ４ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ｂが
形成され、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ６ｂが形成され、例えば金バン
プなどのような１個のバンプ３ｐ７ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバ
ンプ３ｐ８ｂが形成され、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ｂが形成され
ている。更に、図２１（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに、例えば金バ
ンプなどのような４個のバンプ３ｎ１ｂが形成されている。
【０１２１】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、図２２（Ｂ）に示すように、図６および
図７に示すＬＥＤ素子１－１が、図５（Ｃ）に示す支持基板２に対してフリップチップ実
装されている。詳細には、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１および図２２に
示すように、例えば超音波振動によって、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ１ａ（図
２１（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ１ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・
接合され（図２２（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ２ａ（図２１（Ａ
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）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ２ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合され
、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ３ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の４個の
バンプ３ｐ３ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の３個のバ
ンプ３ｐ４ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の２個のバンプ３ｐ４ｂ（図２１（Ｂ）
参照）とが融着・接合され（図２２（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ
５ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の２個のバンプ３ｐ５ｂ（図２１（Ｂ）参照）と
が融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ６ａ（図２１（Ａ）参照）と支
持基板２の２個のバンプ３ｐ６ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子
１－１の４個のバンプ３ｐ７ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の１個のバンプ３ｐ７
ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合され（図２２（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の
４個のバンプ３ｐ８ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の１個のバンプ３ｐ８ｂ（図２
１（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ９ａ（図２１
（Ａ）参照）と支持基板２の１個のバンプ３ｐ９ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合
され、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図２１（Ａ）参照）と支持基板２の４
個のバンプ３ｎ１ｂ（図２１（Ｂ）参照）とが融着・接合されている。
【０１２２】
　詳細には、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１および図２２に示すように、
ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ４ａ（図２１（Ａ）参照）の先端部分と支持基板２
の１個のバンプ３ｐ４ｂ（図２１（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるように、
ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ４ａ（図２１（Ａ）参照）の間隔が設定されている
。また、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａ（図２１（Ａ）参照）の先端部分と支
持基板２の１個のバンプ３ｐ５ｂ（図２１（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合される
ように、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａ（図２１（Ａ）参照）の間隔が設定さ
れている。更に、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ６ａ（図２１（Ａ）参照）の先端
部分と支持基板２の１個のバンプ３ｐ６ｂ（図２１（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接
合されるように、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ６ａ（図２１（Ａ）参照）の間隔
が設定されている。また、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ７ａ（図２１（Ａ）参照
）の先端部分と支持基板２の１個のバンプ３ｐ７ｂ（図２１（Ｂ）参照）の先端部分とが
融着・接合されるように、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ７ａ（図２１（Ａ）参照
）の相互の間隔が設定されている。更に、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ８ａ（図
２１（Ａ）参照）の先端部分と支持基板２の１個のバンプ３ｐ８ｂ（図２１（Ｂ）参照）
の先端部分とが融着・接合されるように、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ８ａ（図
２１（Ａ）参照）の相互の間隔が設定されている。また、ＬＥＤ素子１－１の４個のバン
プ３ｐ９ａ（図２１（Ａ）参照）の先端部分と支持基板２の１個のバンプ３ｐ９ｂ（図２
１（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるように、ＬＥＤ素子１－１の４個のバン
プ３ｐ９ａ（図２１（Ａ）参照）の相互の間隔が設定されている。
【０１２３】
　その結果、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１および図２２に示すように、
支持基板２からバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，
３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂおよびバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，
３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電
極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２１（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第５の実施
形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図２１（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１
－１ｅ（図２１（Ａ）参照）からバンプ３ｎ１ａ（図２１（Ａ）参照）およびバンプ３ｎ
１ｂ（図２１（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図２１（Ｂ）参照）に電流が流れる。
【０１２４】
　ところで、仮に、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図２（Ｅ）および図４参照）の
ＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１（図４参照）全体が均一に発光するように
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ＬＥＤパッケージ１０が構成されている場合には、ランプユニット３３（図１、図２およ
び図３参照）から照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）の明るさと、光Ｌ２（
図１および図３（Ｂ）参照）の明るさと、光Ｌ３（図１および図３（Ｃ）参照）の明るさ
とが等しくなり、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到達する位置）
が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達す
る位置）よりも暗くなってしまい、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２
が到達する位置）が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より小さい第３の距離の位置
（光Ｌ３が到達する位置）よりも暗くなってしまう。
【０１２５】
　この点に鑑み、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１および図２２に示すよう
に、ＬＥＤ素子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，
１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２１（Ａ）参照）か
ら支持基板２（図２１（Ｂ）参照）の側に延びている略同一の直径を有する複数のバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａ（図２１（Ａ）参照）と、支持基板２（図２１（Ｂ）参照）からＬＥＤ素子１－
１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２１（Ａ）参照）の側に延びている略同
一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図２１（Ｂ）参照）とを接合することによって
、ＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１
ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２１（Ａ）参照）と支持基
板２（図２１（Ｂ）参照）とが電気的および熱的に接続されている。
【０１２６】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図２１（Ａ）参照）から支
持基板２（図２１（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図２１（Ａ）参照）から支持基板２（図２１（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図２
１（Ａ）参照）と支持基板２（図２１（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂ（図２１および図２２参照）の配置
（詳細には、バンプ３ｐ１ａからバンプ３ｐ１ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分
の断面積の大きさ、バンプ３ｐ２ａからバンプ３ｐ２ｂへの伝熱経路の断面積が最少にな
る部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ３ａからバンプ３ｐ３ｂへの伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさ）と、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位
置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２１（Ａ）参照）と支持基板２（図２１（Ｂ）参照）と
を接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ
（図２１および図２２参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａからバンプ３ｐ４ｂへの
伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、バンプ３ｐ５ａからバンプ３ｐ５
ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ６ａか
らバンプ３ｐ６ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ）とが異なら
されている。
【０１２７】
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　また、第５の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２１（Ａ）参照）から支
持基板２（図２１（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より
小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９（図２１（Ａ）参照）から支持基板２（図２１（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２
１（Ａ）参照）と支持基板２（図２１（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，
３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図２１および図２２参照）の配置
（詳細には、バンプ３ｐ４ａからバンプ３ｐ４ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分
の断面積の大きさ、バンプ３ｐ５ａからバンプ３ｐ５ｂへの伝熱経路の断面積が最少にな
る部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ６ａからバンプ３ｐ６ｂへの伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさ）と、ＬＥＤパッケージ１０から第３の距離の位
置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２１（Ａ）参照）と支持基板２（図２１（Ｂ）参照）と
を接続する複数のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂ
（図２１および図２２参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ａからバンプ３ｐ７ｂへの
伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、バンプ３ｐ８ａからバンプ３ｐ８
ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ９ａか
らバンプ３ｐ９ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ）とが異なら
されている。
【０１２８】
　詳細には、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ１ａ（図２１および図２
２参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少に
なる部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ（図１
８および図２０参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の
照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図２
１および図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ
（図１８および図２０参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量
とが等しくされている。
【０１２９】
　また、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ２ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ２ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３０】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ３ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ３ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図１８お
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よび図２０参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３１】
　また、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ４ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ４ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３２】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ５ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ５ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３３】
　また、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ６ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ６ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３４】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ７ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ７ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３５】
　また、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ８ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ８ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図１８お
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よび図２０参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３６】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ９ａ（図２１および図２２参
照）からバンプ３ｐ９ｂ（図２１および図２２参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ９ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第５の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ９ａ（図２１および図２２参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図２１お
よび図２２参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ９ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１３７】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂ（図２１および図２２参照）が用いられている。そのため、第５の実施形態の照
明装置１００によれば、個々のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの直径が異ならされている場合
よりも、照明装置１００全体の製造コストを削減することができる。
【０１３８】
　例えば図８～図１０に示す例のように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びて
いる１個のバンプ３ｐ７ｂに対し、ＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ７から支持基板２の
側に延びている１個のバンプ３ｐ７ａが接合される場合には、バンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ
の先端が平面状ではなく概略球面状であるため、仮にＬＥＤ素子１－１と支持基板２との
間隔が所望の値より大きくなった時に、図１０（Ｃ）に示す例とは異なり、概略球状面の
バンプ３ｐ７ａの先端の最頂部と概略球状面のバンプ３ｐ７ｂの先端の最頂部とが点接触
で接合されてしまい、十分な接合面積を確保できず、十分な接合強度を確保できなくなる
おそれがある。
【０１３９】
　この点に鑑み、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１（Ａ）および図２１（Ｂ
）に示すように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１個のバンプ３ｐ７
ｂに対し、ＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ７から支持基板２の側に延びている複数のバ
ンプ３ｐ７ａが接合されている。そのため、第５の実施形態の照明装置１００によれば、
図９（Ｃ）および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延び
ている１個のバンプ３ｐ７ｂに対しＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ７から支持基板２の
側に延びている１個のバンプ３ｐ７ａが接合されている第１の実施形態の照明装置１００
よりも、バンプ３ｐ７ｂとバンプ３ｐ７ａとの機械的な接合強度を向上させることができ
、ヒートショック環境などで熱応力がかかる場合における信頼性を向上させることができ
る。
【０１４０】
　同様に、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）に示
すように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１個のバンプ３ｐ８ｂに対
し、ＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ８から支持基板２の側に延びている複数のバンプ３
ｐ８ａが接合されている。そのため、第５の実施形態の照明装置１００によれば、図９（
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Ｃ）および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている
１個のバンプ３ｐ８ｂに対しＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ８から支持基板２の側に延
びている１個のバンプ３ｐ８ａが接合されている第１の実施形態の照明装置１００よりも
、バンプ３ｐ８ｂとバンプ３ｐ８ａとの機械的な接合強度を向上させることができ、ヒー
トショック環境などで熱応力がかかる場合における信頼性を向上させることができる。
【０１４１】
　更に、第５の実施形態の照明装置１００では、図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）に示す
ように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１個のバンプ３ｐ９ｂに対し
、ＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ９から支持基板２の側に延びている複数のバンプ３ｐ
９ａが接合されている。そのため、第５の実施形態の照明装置１００によれば、図９（Ｃ
）および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１
個のバンプ３ｐ９ｂに対しＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ９から支持基板２の側に延び
ている１個のバンプ３ｐ９ａが接合されている第１の実施形態の照明装置１００よりも、
バンプ３ｐ９ｂとバンプ３ｐ９ａとの機械的な接合強度を向上させることができ、ヒート
ショック環境などで熱応力がかかる場合における信頼性を向上させることができる。
【０１４２】
　以下、本発明の照明装置の第６の実施形態について説明する。第６の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第６の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第１の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１４３】
　図２３および図２４は第６の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ
，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ
が形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態などを示した図である。
詳細には、図２３（Ａ）は第６の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電
極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ
５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅに
バンプ３ｎ１ａが形成された状態を図１の左上側から見た図である。図２３（Ｂ）は第６
の実施形態の照明装置１００の支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され
、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図１の右下側から見た図である。
図２４（Ａ）は図２３（Ａ）および図２３（Ｂ）のＮ－Ｎ線に沿った概略的な断面図、図
２４（Ｂ）は図２３（Ａ）および図２３（Ｂ）のＮ－Ｎ線に沿った断面内におけるＬＥＤ
素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ４ａ，３ｐ７ａと支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ
４ｂ，３ｐ７ｂとが接合された状態を示した図である。
【０１４４】
　第６の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１を図５
（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図２３（Ａ）および図２４（Ａ）に示すよう
に、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１に、例えば金バンプなどのような４個のバン
プ３ｐ１ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ２に、例えば金バンプなど
のような４個のバンプ３ｐ２ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ３に、
例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側
電極１－１ｇ４に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ４ａが形成され、ＬＥ
Ｄ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ５に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５
ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ６に、例えば金バンプなどのような
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２個のバンプ３ｐ６ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ７に、例えば金
バンプなどのような１個のバンプ３ｐ７ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－
１ｇ８に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ８ａが形成され、ＬＥＤ素子１
－１のｐ側電極１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのような１個のバンプ３ｐ９ａが形成
されている。また、図２３（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－
１ｅに、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｎ１ａが形成されている。
【０１４５】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図５（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図２３（Ｂ）および図２４（Ａ）に示
すように、支持基板２のｐ側配線層２ａに、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３
ｐ１ｂが形成され、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ２ｂが形成され、例え
ば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ３ｂが形成され、例えば金バンプなどのような
３個のバンプ３ｐ４ｂが形成され、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ５ｂが
形成され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ６ｂが形成され、例えば金バン
プなどのような４個のバンプ３ｐ７ｂが形成され、例えば金バンプなどのような４個のバ
ンプ３ｐ８ｂが形成され、例えば金バンプなどのような４個のバンプ３ｐ９ｂが形成され
ている。更に、図２３（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに、例えば金バ
ンプなどのような４個のバンプ３ｎ１ｂが形成されている。
【０１４６】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、図２４（Ｂ）に示すように、図６および
図７に示すＬＥＤ素子１－１が、図５（Ｃ）に示す支持基板２に対してフリップチップ実
装されている。詳細には、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３および図２４に
示すように、例えば超音波振動によって、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ１ａ（図
２３（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ１ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・
接合され（図２４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ２ａ（図２３（Ａ
）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ２ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合され
、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｐ３ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の４個の
バンプ３ｐ３ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の２個のバ
ンプ３ｐ４ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の３個のバンプ３ｐ４ｂ（図２３（Ｂ）
参照）とが融着・接合され（図２４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ
５ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ５ｂ（図２３（Ｂ）参照）と
が融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ６ａ（図２３（Ａ）参照）と支
持基板２の３個のバンプ３ｐ６ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子
１－１の１個のバンプ３ｐ７ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ７
ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合され（図２４（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の
１個のバンプ３ｐ８ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ８ｂ（図２
３（Ｂ）参照）とが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ９ａ（図２３
（Ａ）参照）と支持基板２の４個のバンプ３ｐ９ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合
され、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図２３（Ａ）参照）と支持基板２の４
個のバンプ３ｎ１ｂ（図２３（Ｂ）参照）とが融着・接合されている。
【０１４７】
　詳細には、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３および図２４に示すように、
ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ４ａ（図２３（Ａ）参照）の先端部分と支持基板２
の２個のバンプ３ｐ４ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるように、
支持基板２の２個のバンプ３ｐ４ｂ（図２３（Ｂ）参照）の間隔が設定されている。また
、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ５ａ（図２３（Ａ）参照）の先端部分と支持基板
２の２個のバンプ３ｐ５ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるように
、支持基板２の２個のバンプ３ｐ５ｂ（図２３（Ｂ）参照）の間隔が設定されている。更
に、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ６ａ（図２３（Ａ）参照）の先端部分と支持基
板２の２個のバンプ３ｐ６ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるよう
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に、支持基板２の２個のバンプ３ｐ６ｂ（図２３（Ｂ）参照）の間隔が設定されている。
また、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ７ａ（図２３（Ａ）参照）の先端部分と支持
基板２の４個のバンプ３ｐ７ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合されるよ
うに、支持基板２の４個のバンプ３ｐ７ｂ（図２３（Ｂ）参照）の相互の間隔が設定され
ている。更に、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ８ａ（図２３（Ａ）参照）の先端部
分と支持基板２の４個のバンプ３ｐ８ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融着・接合
されるように、支持基板２の４個のバンプ３ｐ８ｂ（図２３（Ｂ）参照）の相互の間隔が
設定されている。また、ＬＥＤ素子１－１の１個のバンプ３ｐ９ａ（図２３（Ａ）参照）
の先端部分と支持基板２の４個のバンプ３ｐ９ｂ（図２３（Ｂ）参照）の先端部分とが融
着・接合されるように、支持基板２の４個のバンプ３ｐ９ｂ（図２３（Ｂ）参照）の相互
の間隔が設定されている。
【０１４８】
　その結果、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３および図２４に示すように、
支持基板２からバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，
３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂおよびバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，
３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電
極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２３（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第６の実施
形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図２３（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１
－１ｅ（図２３（Ａ）参照）からバンプ３ｎ１ａ（図２３（Ａ）参照）およびバンプ３ｎ
１ｂ（図２３（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図２３（Ｂ）参照）に電流が流れる。
【０１４９】
　ところで、仮に、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図２（Ｅ）および図４参照）の
ＬＥＤ素子１－１，１－２，１－３，１－４（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１－
１ａ１，１－２ａ１，１－３ａ１，１－４ａ１（図４参照）全体が均一に発光するように
ＬＥＤパッケージ１０が構成されている場合には、ランプユニット３３（図１、図２およ
び図３参照）から照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）の明るさと、光Ｌ２（
図１および図３（Ｂ）参照）の明るさと、光Ｌ３（図１および図３（Ｃ）参照）の明るさ
とが等しくなり、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到達する位置）
が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達す
る位置）よりも暗くなってしまい、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２
が到達する位置）が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より小さい第３の距離の位置
（光Ｌ３が到達する位置）よりも暗くなってしまう。
【０１５０】
　この点に鑑み、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３および図２４に示すよう
に、ＬＥＤ素子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，
１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２３（Ａ）参照）か
ら支持基板２（図２３（Ｂ）参照）の側に延びている略同一の直径を有する複数のバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａ（図２３（Ａ）参照）と、支持基板２（図２３（Ｂ）参照）からＬＥＤ素子１－
１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２３（Ａ）参照）の側に延びている略同
一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３
ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図２３（Ｂ）参照）とを接合することによって
、ＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１
ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２３（Ａ）参照）と支持基
板２（図２３（Ｂ）参照）とが電気的および熱的に接続されている。
【０１５１】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
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－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置（光Ｌ１が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ１（図１および図３（Ａ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図２３（Ａ）参照）から支
持基板２（図２３（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離より
小さい第２の距離の位置（光Ｌ２が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ
６（図２３（Ａ）参照）から支持基板２（図２３（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第１の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ１を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３（図２
３（Ａ）参照）と支持基板２（図２３（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂ（図２３および図２４参照）の配置
（詳細には、バンプ３ｐ１ａからバンプ３ｐ１ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分
の断面積の大きさ、バンプ３ｐ２ａからバンプ３ｐ２ｂへの伝熱経路の断面積が最少にな
る部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ３ａからバンプ３ｐ３ｂへの伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさ）と、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位
置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２３（Ａ）参照）と支持基板２（図２３（Ｂ）参照）と
を接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ
（図２３および図２４参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ４ａからバンプ３ｐ４ｂへの
伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、バンプ３ｐ５ａからバンプ３ｐ５
ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ６ａか
らバンプ３ｐ６ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ）とが異なら
されている。
【０１５２】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２（Ｄ）、図
２（Ｅ）および図４参照）のＬＥＤ素子１－１（図２（Ｅ）および図４参照）の発光面１
－１ａ１（図４参照）のうち、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置（光Ｌ２が到
達する位置（図１参照））にレンズ３１（図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）および図
２（Ｄ）参照）を介して照射される光Ｌ２（図１および図３（Ｂ）参照）を発光する部分
の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２３（Ａ）参照）から支
持基板２（図２３（Ｂ）参照）への伝熱量が、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離より
小さい第３の距離の位置（光Ｌ３が到達する位置（図１参照））にレンズ３１を介して照
射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ
９（図２３（Ａ）参照）から支持基板２（図２３（Ｂ）参照）への伝熱量よりも大きくな
るように、ＬＥＤパッケージ１０から第２の距離の位置にレンズ３１を介して照射される
光Ｌ２を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６（図２
３（Ａ）参照）と支持基板２（図２３（Ｂ）参照）とを接続する複数のバンプ３ｐ４ａ，
３ｐ４ｂ，３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ａ，３ｐ６ｂ（図２３および図２４参照）の配置
（詳細には、バンプ３ｐ４ａからバンプ３ｐ４ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分
の断面積の大きさ、バンプ３ｐ５ａからバンプ３ｐ５ｂへの伝熱経路の断面積が最少にな
る部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ６ａからバンプ３ｐ６ｂへの伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさ）と、ＬＥＤパッケージ１０から第３の距離の位
置にレンズ３１を介して照射される光Ｌ３を発光する部分の背面に位置する電極１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図２３（Ａ）参照）と支持基板２（図２３（Ｂ）参照）と
を接続する複数のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂ
（図２３および図２４参照）の配置（詳細には、バンプ３ｐ７ａからバンプ３ｐ７ｂへの
伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、バンプ３ｐ８ａからバンプ３ｐ８
ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ、および、バンプ３ｐ９ａか
らバンプ３ｐ９ｂへの伝熱経路の断面積が最少になる部分の断面積の大きさ）とが異なら
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されている。
【０１５３】
　詳細には、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ１ａ（図２３および図２
４参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少に
なる部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ（図１
８および図２０参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断
面積が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の
照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図２
３および図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ１ａ
（図１８および図２０参照）からバンプ３ｐ１ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量
とが等しくされている。
【０１５４】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ２ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ２ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ２ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ２ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１５５】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ３ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ３ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ３ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ３ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１５６】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ４ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ４ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ４ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ４ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１５７】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ５ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ５ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ５ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ５ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
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等しくされている。
【０１５８】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ６ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ６ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ６ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ６ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１５９】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ７ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ７ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ７ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ７ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１６０】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ８ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ８ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図２３および図２４参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図２３お
よび図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ８ａ（図
１８および図２０参照）からバンプ３ｐ８ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量とが
等しくされている。
【０１６１】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、バンプ３ｐ９ａ（図２３および図２４参
照）からバンプ３ｐ９ｂ（図２３および図２４参照）への伝熱経路の断面積が最少になる
部分の断面積の大きさが、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ９ａ（図１８お
よび図２０参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱経路の断面積
が最少になる部分の断面積の大きさと等しくされている。つまり、第６の実施形態の照明
装置１００のバンプ３ｐ９ａ（図１２３および図２４参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図２３
および図２４参照）への伝熱量と、第４の実施形態の照明装置１００のバンプ３ｐ９ａ（
図１８および図２０参照）からバンプ３ｐ９ｂ（図１８および図２０参照）への伝熱量と
が等しくされている。
【０１６２】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂ（図２３および図２４参照）が用いられている。そのため、第６の実施形態の照
明装置１００によれば、個々のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの直径が異ならされている場合
よりも、照明装置１００全体の製造コストを削減することができる。
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【０１６３】
　また、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３（Ａ）および図２３（Ｂ）に示す
ように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている複数のバンプ３ｐ７ｂと、Ｌ
ＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ７から支持基板２の側に延びている１個のバンプ３ｐ７ａ
とが接合されている。そのため、第６の実施形態の照明装置１００によれば、図９（Ｃ）
および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１個
のバンプ３ｐ７ｂとＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ７から支持基板２の側に延びている
１個のバンプ３ｐ７ａとが接合されている第１の実施形態の照明装置１００よりも、バン
プ３ｐ７ｂとバンプ３ｐ７ａとの機械的な接合強度を向上させることができる。
【０１６４】
　同様に、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３（Ａ）および図２３（Ｂ）に示
すように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている複数のバンプ３ｐ８ｂと、
ＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ８から支持基板２の側に延びている１個のバンプ３ｐ８
ａとが接合されている。そのため、第６の実施形態の照明装置１００によれば、図９（Ｃ
）および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１
個のバンプ３ｐ８ｂとＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ８から支持基板２の側に延びてい
る１個のバンプ３ｐ８ａとが接合されている第１の実施形態の照明装置１００よりも、バ
ンプ３ｐ８ｂとバンプ３ｐ８ａとの機械的な接合強度を向上させることができる。
【０１６５】
　更に、第６の実施形態の照明装置１００では、図２３（Ａ）および図２３（Ｂ）に示す
ように、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている複数のバンプ３ｐ９ｂと、Ｌ
ＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ９から支持基板２の側に延びている１個のバンプ３ｐ９ａ
とが接合されている。そのため、第６の実施形態の照明装置１００によれば、図９（Ｃ）
および図１０（Ｃ）に示すように支持基板２からＬＥＤ素子１－１の側に延びている１個
のバンプ３ｐ９ｂとＬＥＤ素子１－１の電極１－１ｇ９から支持基板２の側に延びている
１個のバンプ３ｐ９ａとが接合されている第１の実施形態の照明装置１００よりも、バン
プ３ｐ９ｂとバンプ３ｐ９ａとの機械的な接合強度を向上させることができる。
【０１６６】
　以下、本発明の照明装置の第７の実施形態について説明する。図２５は第７の実施形態
の照明装置１００の概略的な全体構成図である。図２６は第７の実施形態の照明装置１０
０の一部を構成するランプモジュール３３を概略的に示した図である。詳細には、図２６
（Ａ）はランプモジュール３３を図２５の手前側から見た図、図２６（Ｂ）はランプモジ
ュール３３を図２５の下側（図２６（Ａ）の下側）から見た図、図２６（Ｃ）はレンズ３
１を取り外した状態におけるランプモジュール３３を図２５の下側から見た図である。図
２６（Ｄ）は図２６（Ｂ）のａ－ａ線に沿った概略的な断面図、図２６（Ｅ）は図２６（
Ｂ）のａ’－ａ’線に沿った概略的な断面図である。図２７はランプモジュール３３から
照射される光Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６を説明するための図である。詳細には、図２７は図２６（
Ｄ）に示す断面内を進む光Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６を示した図である。図２８はランプモジュー
ル３３から照射される光Ｌ２，Ｌ５，Ｌ８を説明するための図である。詳細には、図２８
は図２６（Ｅ）に示す断面内を進む光Ｌ２，Ｌ５，Ｌ８を示した図である。
【０１６７】
　図２９は図２６（Ｃ）に示すＬＥＤパッケージ１０のＬＥＤ素子１－１の発光面１－１
ａ１等の拡大図である。図３０は図２９に示すケーシング４が取り付けられる前の状態に
おけるＬＥＤパッケージ１０の支持基板２等を示した図である。詳細には、図３０（Ａ）
は支持基板２に対してＬＥＤ素子１－１がフリップチップ実装された状態におけるＬＥＤ
素子１－１および支持基板２を図２５の下側から見た図である。図３０（Ｂ）は図３０（
Ａ）のｂ－ｂ線に沿った概略的な断面図である。図３０（Ｃ）はＬＥＤ素子１－１がフリ
ップチップ実装される前の状態における支持基板２を図２５の下側から見た図である。
【０１６８】
　図３１および図３２はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ
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３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバン
プ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ
，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態、お
よび、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，
３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバン
プ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。詳細には、図３１（Ａ）はＬＥＤ素子１
－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１
ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３
ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電
極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態を図２５の上側から見た図である。図３１
（Ｂ）は支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ
，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成され、ｎ側配線層２ｂにバ
ンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図２５の下側から見た図である。図３２（Ａ）は図３１
（Ａ）および図３１（Ｂ）のｆ－ｆ線に沿った概略的な断面図、図３２（Ｂ）は図３１（
Ａ）および図３１（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った概略的な断面図、図３２（Ｃ）は図３１（Ａ
）および図３１（Ｂ）のｈ－ｈ線に沿った概略的な断面図である。
【０１６９】
　図３３はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ
４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に形成されたバンプ
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，
３ｐ９ａと、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ
３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状
態を示した図である。詳細には、図３３（Ａ）は図３１（Ａ）および図３１（Ｂ）のｆ－
ｆ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと
支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが接合された状態を示した図である
。図３３（Ｂ）は図３１（Ａ）および図３１（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った断面内におけるＬ
ＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４ｂ，
３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが接合された状態を示した図である。図３３（Ｃ）は図３１（Ａ）
および図３１（Ｂ）のｈ－ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ７
ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合さ
れた状態を示した図である。図３４は図２９および図３０（Ａ）に示すＬＥＤ素子１－１
の発光面１－１ａ１を図２６～図２８に示すレンズ３１によって投影することにより形成
される配光パターンＰを示した図である。
【０１７０】
　第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２６（Ｃ）、図２６
（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２９参照）のＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６（Ｃ
）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）が、レ
ンズ３１（図２６参照）のうち、例えば平凸レンズなどのような投影レンズとしての機能
を有する部分によって投影されるように、第７の実施形態の照明装置１００の光学系が設
定されている。詳細には、第７の実施形態の照明装置１００では、図２６（Ｃ）、図２６
（Ｄ）および図２６（Ｅ）に示すように、例えば、ＬＥＤパッケージ１０がヒートシンク
３２に搭載されている。また、図２６（Ａ）、図２６（Ｂ）、図２６（Ｄ）および図２６
（Ｅ）に示すように、ヒートシンク３２とレンズ３１とが接続され、ランプユニット３３
が構成されている。更に、図２５および図２６に示すように、ＬＥＤパッケージ１０とレ
ンズ３１とヒートシンク３２とによって構成される複数のランプユニット３３により、第
７の実施形態の照明装置１００が構成されている。つまり、第７の実施形態の照明装置１
００は、例えば屋内用照明装置、屋外用照明装置などに適用可能に構成されている。詳細
には、図２５に示す例では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６（Ｃ）および図２９
参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）と、ＬＥＤ素子１－１
の発光面１－１ａ１からの光Ｌ２，Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６，Ｌ８（図２５、図２７および図２



(48) JP 5479211 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

８参照）が照射される例えば床面、地面などのような照射面とが概略平行になるように、
第７の実施形態の照明装置１００が配置されている。
【０１７１】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、図２９に示すように、例えば１個のＬＥ
Ｄ素子１－１と、支持基板２と、貫通穴４ａを有するケーシング４とが、ＬＥＤパッケー
ジ１０に設けられている。詳細には、第７の実施形態の照明装置１００では、第１の実施
形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１（図６および図７参照）と同様のＬＥＤ素子１
－１が用いられている。
【０１７２】
　また、第７の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図３０（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図３１（Ａ）および図３２に示すよ
うに、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１に、例えば金バンプなどのような３個のバ
ンプ３ｐ１ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ２に、例えば金バンプな
どのような３個のバンプ３ｐ２ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ３に
、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ３ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ
側電極１－１ｇ４に、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ４ａが形成され、Ｌ
ＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ５に、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ
５ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ６に、例えば金バンプなどのよう
な３個のバンプ３ｐ６ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ７に、例えば
金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ７ａが形成され、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１
－１ｇ８に、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ８ａが形成され、ＬＥＤ素子
１－１のｐ側電極１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ９ａが形
成されている。また、図３１（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１
－１ｅに、例えば金バンプなどのようなバンプ３ｎ１ａが形成されている。
【０１７３】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、図６および図７に示すＬＥＤ素子１－１
を図３０（Ｃ）に示す支持基板２に実装するために、図３１（Ｂ）および図３２に示すよ
うに、支持基板２のｐ側配線層２ａに、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ１
ｂが形成され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ２ｂが形成され、例えば金
バンプなどのような３個のバンプ３ｐ３ｂが形成され、例えば金バンプなどのような３個
のバンプ３ｐ４ｂが形成され、例えば金バンプなどのような２個のバンプ３ｐ５ｂが形成
され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ６ｂが形成され、例えば金バンプな
どのような３個のバンプ３ｐ７ｂが形成され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ
３ｐ８ｂが形成され、例えば金バンプなどのような３個のバンプ３ｐ９ｂが形成されてい
る。更に、図３１（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂに、例えば金バンプ
などのようなバンプ３ｎ１ｂが形成されている。
【０１７４】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、図３３に示すように、図６および図７に
示すＬＥＤ素子１－１が、図３０（Ｃ）に示す支持基板２に対してフリップチップ実装さ
れている。詳細には、第７の実施形態の車両用前照灯１００では、図３１および図３３に
示すように、例えば超音波振動によって、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ１ａと支
持基板２の３個のバンプ３ｐ１ｂとが融着・接合され（図３３（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子
１－１の３個のバンプ３ｐ２ａと支持基板２の３個のバンプ３ｐ２ｂとが融着・接合され
（図３３（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ３ａと支持基板２の３個の
バンプ３ｐ３ｂとが融着・接合され（図３３（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバ
ンプ３ｐ４ａと支持基板２の３個のバンプ３ｐ４ｂとが融着・接合され（図３３（Ｂ）参
照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａと支持基板２の２個のバンプ３ｐ５ｂと
が融着・接合され（図３３（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ６ａと支
持基板２の３個のバンプ３ｐ６ｂとが融着・接合され（図３３（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子
１－１の３個のバンプ３ｐ７ａと支持基板２の３個のバンプ３ｐ７ｂとが融着・接合され
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（図３３（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ８ａと支持基板２の３個の
バンプ３ｐ８ｂとが融着・接合され（図３３（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバ
ンプ３ｐ９ａと支持基板２の３個のバンプ３ｐ９ｂとが融着・接合され（図３３（Ｃ）参
照）、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図３１（Ａ）参照）と支持基板２の４
個のバンプ３ｎ１ｂ（図３１（Ｂ）参照）とが融着・接合されている。
【０１７５】
　その結果、第７の実施形態の照明装置１００では、図３３に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂおよびバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３
ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１
，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１
ｇ８，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第７の実施形態の照明装
置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図３１（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図３
１（Ａ）参照）からバンプ３ｎ１ａ（図３１（Ａ）参照）およびバンプ３ｎ１ｂ（図３１
（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図３１（Ｂ）参照）に電流が流れる。
【０１７６】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２６（Ｃ）、
図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２９参照）のＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２
６（Ｃ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）
がレンズ３１（図２６参照）によって投影される。
【０１７７】
　ところで仮に、ＬＥＤパッケージ１０（図２６（Ｃ）、図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）お
よび図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）全体が均一
に発光するようにＬＥＤパッケージ１０が構成されている場合には、特許文献１（特開２
０１０－０４０２４８号公報）の図１に記載された照明装置と同様に、配光パターン（照
射領域）Ｐ（図３４参照）の周囲部分（ＬＥＤパッケージ１０から離れている位置）Ｐ２
（図３４参照）が、配光パターン（照射領域）Ｐの中央部分（ＬＥＤパッケージ１０から
近い位置）Ｐ１（図３４参照）よりも暗くなってしまう。
【０１７８】
　この点に鑑み、第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７
、図２６（Ｃ）および図２９参照）の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３１（
Ａ）参照）から支持基板２（図３１（Ｂ）参照）の側に延びている略同一の直径を有する
複数のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ
，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（図３１（Ａ）参照）と、支持基板２（図３１（Ｂ）参照）からＬ
ＥＤ素子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１
ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参照）の側に延
びている略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，
３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図３１（Ｂ）参照）とを接合する
ことによって、ＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１
ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参
照）と支持基板２（図３１（Ｂ）参照）とが電気的および熱的に接続されている。
【０１７９】
　詳細には、第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図
２６（Ｃ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照
）の中央部分の背面に位置する電極１－１ｇ５（図３１（Ａ）参照）から支持基板２（図
３１（Ｂ）参照）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の周囲部分の
背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１
－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参照）から支持基板２（図３１（Ｂ）
参照）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の中央部分
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の背面に位置する電極１－１ｇ５（図３１（Ａ）参照）と支持基板２（図３１（Ｂ）参照
）とを接続するバンプ３ｐ５ａ，３ｐ５ｂ（図３１（Ａ）および図３１（Ｂ）参照）の配
置と、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の周囲部分の背面に位置する電極１－１ｇ１
，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１
ｇ９（図３１（Ａ）参照）と支持基板２（図３１（Ｂ）参照）とを接続するバンプ３ｐ１
ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ａ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ａ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ａ，３ｐ４ｂ，３ｐ６
ａ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ａ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ａ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ａ，３ｐ９ｂ（図３１
（Ａ）および図３１（Ｂ）参照）の配置とが異ならされている。
【０１８０】
　そのため、第７の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０（図２６
（Ｃ）、図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ
）、図７および図２９参照）の周囲部分の輝度を、ＬＥＤパッケージ１０の発光面１－１
ａ１の中央部分の輝度よりも高くすることができる。
【０１８１】
　詳細には、第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図
２６（Ｃ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照
）のうち、電極１－１ｇ２（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射される光
Ｌ２（図２８（Ｃ）参照）が、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１のうち、電極１－１
ｇ５（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射される光Ｌ５（図２５、図２７
（Ｂ）および図２８（Ｂ）参照）よりも明るくなる。また、ＬＥＤ素子１－１の発光面１
－１ａ１のうち、電極１－１ｇ４（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射さ
れる光Ｌ４（図２５および図２７（Ａ）参照）が、光Ｌ５（図２５、図２７（Ｂ）および
図２８（Ｂ）参照）よりも明るくなる。更に、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１のう
ち、電極１－１ｇ６（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射される光Ｌ６（
図２５および図２７（Ｃ）参照）が、光Ｌ５（図２５、図２７（Ｂ）および図２８（Ｂ）
参照）よりも明るくなる。また、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１のうち、電極１－
１ｇ８（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射される光Ｌ８（図２８（Ａ）
参照）が、光Ｌ５（図２５、図２７（Ｂ）および図２８（Ｂ）参照）よりも明るくなる。
更に、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１のうち、電極１－１ｇ１，１－１ｇ３，１－
１ｇ７，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参照）の背面に位置する部分から照射される光（図示
せず）が、光Ｌ５（図２５、図２７（Ｂ）および図２８（Ｂ）参照）よりも明るくなる。
【０１８２】
　その結果、第７の実施形態の照明装置１００によれば、ＬＥＤパッケージ１０（図２６
（Ｃ）、図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ
）、図７および図２９参照）の周囲部分に対応する配光パターン（照射領域）Ｐ（図３４
参照）の周囲部分Ｐ２（図３４参照）が、ＬＥＤパッケージ１０の発光面１－１ａ１の中
央部分に対応する配光パターン（照射領域）Ｐの中央部分Ｐ１（図３４参照）よりも暗く
なってしまうのを回避することができる。
【０１８３】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂ（図３１、図３２および図３３参照）が用いられている。そのため、第７の実施
形態の照明装置１００によれば、個々のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ
，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ，３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ
，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの直径が異ならされて
いる場合よりも、照明装置１００全体の製造コストを削減することができる。
【０１８４】
　第７の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤパッケージ１０（図２６（Ｃ）、図２６
（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２９参照）のＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６（Ｃ
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）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）を投影
するためにレンズ３１（図２６参照）が用いられているが、第７の実施形態の照明装置１
００の変形例では、代わりに、例えば特開２００７－２０７７３５号公報の図１に記載さ
れたピンホールを有する板材などのような投影レンズ以外の任意の投影部材を用いること
により、ＬＥＤパッケージ１０（図２６（Ｃ）、図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）および図２
９参照）のＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６（Ｃ）および図２９参照）の発光面１
－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）を投影することも可能である。
【０１８５】
　以下、本発明の照明装置の第８の実施形態について説明する。第８の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第７の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第８の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第７の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１８６】
　図３５および図３６は第８の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプ３ｎ１ａが形成された状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成さ
れておらず、ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を示した図である。詳細に
は、図３５（Ａ）はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプ３
ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３
ｐ９ａが形成され、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプ３ｎ１ａが形成された状態を図２５
の上側から見た図である。図３５（Ｂ）は支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプが形成さ
れておらず、ｎ側配線層２ｂにバンプが形成されていない状態を図２５の下側から見た図
である。図３６（Ａ）は図３５（Ａ）および図３５（Ｂ）のｆ－ｆ線に沿った概略的な断
面図、図３６（Ｂ）は図３５（Ａ）および図３５（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った概略的な断面
図、図３６（Ｃ）は図３５（Ａ）および図３５（Ｂ）のｈ－ｈ線に沿った概略的な断面図
である。
【０１８７】
　図３７は第８の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に形成されたバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２のｐ側配線層２ａに接合された
状態を示した図である。詳細には、図３７（Ａ）は図３５（Ａ）および図３５（Ｂ）のｆ
－ｆ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ
が支持基板２に接合された状態を示した図である。図３７（Ｂ）は図３５（Ａ）および図
３５（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ
５ａ，３ｐ６ａが支持基板２に接合された状態を示した図である。図３７（Ｃ）は図３５
（Ａ）および図３５（Ｂ）のｈ－ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１のバンプ
３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａが支持基板２に接合された状態を示した図である。
【０１８８】
　第７の実施形態の照明装置１００では、図３１（Ｂ）および図３２に示すように、支持
基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，
３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが形成されているが、第８の実施形態の照明装
置１００では、図３５（Ｂ）および図３６に示すように、支持基板２のｐ側配線層２ａに
バンプが形成されていない。また、第７の実施形態の照明装置１００では、図３１（Ｂ）
に示すように、支持基板２のｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成されているが、第８
の実施形態の照明装置１００では、図３５（Ｂ）に示すように、支持基板２のｎ側配線層
２ｂにバンプが形成されていない。
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【０１８９】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、例えば超音波振動によって、図３３（Ａ
）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持基板２
のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが融着・接合され、図３３（Ｂ）に示すように
、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが融着・接合され、図３３（Ｃ）に示すように、ＬＥＤ素子１
－１のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂとが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｎ１ａ（図３１（Ａ）参照）
と支持基板２のバンプ３ｎ１ｂ（図３１（Ｂ）参照）とが融着・接合されているが、第８
の実施形態の照明装置１００では、図３５および図３７に示すように、例えば超音波振動
によって、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ１ａが支持基板２に融着・接合され（図
３７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ２ａが支持基板２に融着・接合
され（図３７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ３ａが支持基板２に融
着・接合され（図３７（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ３ｐ４ａが支持基
板２に融着・接合され（図３７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の２個のバンプ３ｐ５ａ
が支持基板２に融着・接合され（図３７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個のバンプ
３ｐ６ａが支持基板２に融着・接合され（図３７（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１の３個
のバンプ３ｐ７ａが支持基板２に融着・接合され（図３７（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－
１の３個のバンプ３ｐ８ａが支持基板２に融着・接合され（図３７（Ｃ）参照）、ＬＥＤ
素子１－１の３個のバンプ３ｐ９ａが支持基板２に融着・接合され（図３７（Ｃ）参照）
、ＬＥＤ素子１－１の４個のバンプ３ｎ１ａ（図３５（Ａ）参照）が支持基板２に融着・
接合されている。
【０１９０】
　その結果、第８の実施形態の照明装置１００では、図３７に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３
ｐ８ａ，３ｐ９ａを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１
ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図
３５（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第８の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ
素子１－１（図３５（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図３５（Ａ）参照）からバ
ンプ３ｎ１ａ（図３５（Ａ）参照）を介して支持基板２（図３５（Ｂ）参照）に電流が流
れる。
【０１９１】
　第７の実施形態の照明装置１００では、図３３に示すように、ＬＥＤ素子１－１の複数
の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１
－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３１（Ａ）参照）から支持基板２の側に延びてい
る略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５
ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと、支持基板２からＬＥＤ素子１－１の複
数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，
１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９の側に延びている略同一の直径を有する複数のバン
プ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ
，３ｐ９ｂとを接合することによってＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２
，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１
ｇ９と支持基板２とが電気的および熱的に接続されているが、第８の実施形態の照明装置
１００では、図３７に示すように、ＬＥＤ素子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ
２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－
１ｇ９（図３５（Ａ）参照）から支持基板２の側に延びている略同一の直径を有する複数
のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３
ｐ８ａ，３ｐ９ａの接合によってＬＥＤ素子１－１の各電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１
－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９
と支持基板２とが電気的および熱的に接続されている。
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【０１９２】
　更に、第８の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６
（Ｃ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）の
中央部分の背面に位置する電極１－１ｇ５（図３５（Ａ）参照）から支持基板２（図３５
（Ｂ）参照）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の周囲部分の背面
に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３５（Ａ）参照）から支持基板２（図３５（Ｂ）参照
）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の中央部分の背
面に位置する電極１－１ｇ５（図３５（Ａ）参照）と支持基板２（図３５（Ｂ）参照）と
を接続するバンプ３ｐ５ａ（図３５（Ａ）参照）の配置と、ＬＥＤ素子１－１の発光面１
－１ａ１の周囲部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１
ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３５（Ａ）参照）と支持基
板２（図３５（Ｂ）参照）とを接続するバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ
，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（図３５（Ａ）参照）の配置とが異ならされ
ている。
【０１９３】
　また、第８の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ａ，
３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ（
図３５（Ａ）、図３６および図３７参照）が用いられている。
【０１９４】
　以下、本発明の照明装置の第９の実施形態について説明する。第９の実施形態の照明装
置１００は、後述する点を除き、上述した第７の実施形態の照明装置１００とほぼ同様に
構成されている。従って、第９の実施形態の照明装置１００によれば、後述する点を除き
、上述した第７の実施形態の照明装置１００とほぼ同様の効果を奏することができる。
【０１９５】
　図３８および図３９は第９の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプが形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバ
ンプが形成されていない状態、および、支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが
形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を示した図である。詳細に
は、図３８（Ａ）はＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９にバンプが
形成されておらず、ｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成されていない状態を図２５の
上側から見た図である。図３８（Ｂ）は支持基板２のｐ側配線層２ａにバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂが
形成され、ｎ側配線層２ｂにバンプ３ｎ１ｂが形成された状態を図２５の下側から見た図
である。図３９（Ａ）は図３８（Ａ）および図３８（Ｂ）のｆ－ｆ線に沿った概略的な断
面図、図３９（Ｂ）は図３８（Ａ）および図３８（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った概略的な断面
図、図３９（Ｃ）は図３８（Ａ）および図３８（Ｂ）のｈ－ｈ線に沿った概略的な断面図
である。
【０１９６】
　図４０は第９の実施形態の照明装置１００のＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，
１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ
８，１－１ｇ９に、支持基板２のｐ側配線層２ａに形成されたバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ
，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９が接合された
状態を示した図である。詳細には、図４０（Ａ）は図３８（Ａ）および図３８（Ｂ）のｆ
－ｆ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支持基板２のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２
ｂ，３ｐ３ｂとが接合された状態を示した図である。図４０（Ｂ）は図３８（Ａ）および
図３８（Ｂ）のｇ－ｇ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支持基板２のバンプ
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３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが接合された状態を示した図である。図４０（Ｃ）は図
３８（Ａ）および図３８（Ｂ）のＨ－Ｈ線に沿った断面内におけるＬＥＤ素子１－１と支
持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂとが接合された状態を示した図である。
【０１９７】
　第７の実施形態の照明装置１００では、図３１（Ａ）および図３２に示すように、ＬＥ
Ｄ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５
，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に、例えば金バンプなどのようなバ
ンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ，３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ，３ｐ７ａ，３ｐ８
ａ，３ｐ９ａが形成されているが、第９の実施形態の照明装置１００では、図３８（Ａ）
および図３９に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－
１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９に
バンプが形成されていない。また、第７の実施形態の照明装置１００では、図３１（Ａ）
に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅに、例えば金バンプなどのよ
うなバンプ３ｎ１ａが形成されているが、第９の実施形態の照明装置１００では、図３８
（Ａ）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のｎ側パッド電極１－１ｅにバンプが形成されて
いない。
【０１９８】
　更に、第７の実施形態の照明装置１００では、例えば超音波振動によって、図３３（Ａ
）に示すように、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａと支持基板２
のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂとが融着・接合され、図３３（Ｂ）に示すように
、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａと支持基板２のバンプ３ｐ４
ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂとが融着・接合され、図３３（Ｃ）に示すように、ＬＥＤ素子１
－１のバンプ３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａと支持基板２のバンプ３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，
３ｐ９ｂとが融着・接合され、ＬＥＤ素子１－１のバンプ３ｎ１ａ（図３１（Ａ）参照）
と支持基板２のバンプ３ｎ１ｂ（図３１（Ｂ）参照）とが融着・接合されているが、第９
の実施形態の照明装置１００では、図３８および図４０に示すように、例えば超音波振動
によって、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ１ｂとが融着・接合され（
図４０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ２ｂとが融着・
接合され（図４０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ３ｂ
とが融着・接合され（図４０（Ａ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバン
プ３ｐ４ｂとが融着・接合され（図４０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の
２個のバンプ３ｐ５ｂとが融着・接合され（図４０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支
持基板２の３個のバンプ３ｐ６ｂとが融着・接合され（図４０（Ｂ）参照）、ＬＥＤ素子
１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ７ｂとが融着・接合され（図４０（Ｃ）参照）、
ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ８ｂとが融着・接合され（図４０（Ｃ
）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の３個のバンプ３ｐ９ｂとが融着・接合され（
図４０（Ｃ）参照）、ＬＥＤ素子１－１と支持基板２の４個のバンプ３ｎ１ｂ（図３８（
Ｂ）参照）とが融着・接合されている。
【０１９９】
　その結果、第９の実施形態の照明装置１００では、図４０に示すように、支持基板２か
らバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３
ｐ８ｂ，３ｐ９ｂを介してＬＥＤ素子１－１のｐ側電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１
ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図
３８（Ａ）参照）に電流が流れる。また、第９の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ
素子１－１（図３８（Ａ）参照）のｎ側パッド電極１－１ｅ（図３８（Ａ）参照）からバ
ンプ３ｎ１ｂ（図３８（Ｂ）参照）を介して支持基板２（図３８（Ｂ）参照）に電流が流
れる。
【０２００】
　第９の実施形態の照明装置１００では、図４０に示すように、支持基板２からＬＥＤ素
子１－１の複数の電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，
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１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３８（Ａ）参照）の側に延びてい
る略同一の直径を有する複数のバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５
ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂの接合によってＬＥＤ素子１－１の各電極
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６，１－１ｇ
７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３８（Ａ）参照）と支持基板２とが電気的および熱的に
接続されている。
【０２０１】
　更に、第９の実施形態の照明装置１００では、ＬＥＤ素子１－１（図６、図７、図２６
（Ｃ）および図２９参照）の発光面１－１ａ１（図６（Ａ）、図７および図２９参照）の
中央部分の背面に位置する電極１－１ｇ５（図３８（Ａ）参照）から支持基板２（図３８
（Ｂ）参照）への伝熱量よりも、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の周囲部分の背面
に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１ｇ４，１－１ｇ６，１－１
ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３８（Ａ）参照）から支持基板２（図３８（Ｂ）参照
）への伝熱量が大きくなるように、ＬＥＤ素子１－１の発光面１－１ａ１の中央部分の背
面に位置する電極１－１ｇ５（図３８（Ａ）参照）と支持基板２（図３８（Ｂ）参照）と
を接続するバンプ３ｐ５ｂ（図３８（Ｂ）参照）の配置と、ＬＥＤ素子１－１の発光面１
－１ａ１の周囲部分の背面に位置する電極１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３，１－１
ｇ４，１－１ｇ６，１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９（図３８（Ｂ）参照）と支持基
板２（図３８（Ｂ）参照）とを接続するバンプ３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ
，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（図３８（Ｂ）参照）の配置とが異ならされ
ている。
【０２０２】
　また、第９の実施形態の照明装置１００では、略同一の直径を有するバンプ３ｐ１ｂ，
３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ，３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ，３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ（
図３８（Ｂ）、図３９および図４０参照）が用いられている。
【０２０３】
　第１０の実施形態では、上述した第１から第９の実施形態およびそれらの変形例を適宜
組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【０２０４】
１－１，１－２，１－３，１－４　　　ＬＥＤ素子
１－１ａ１，１－２ａ１　　　　　　　発光面
１－３ａ１，１－４ａ１　　　　　　　発光面
１－１ｇ１，１－１ｇ２，１－１ｇ３　電極
１－１ｇ４，１－１ｇ５，１－１ｇ６　電極
１－１ｇ７，１－１ｇ８，１－１ｇ９　電極
２　　　　　　　　　　　　　　　　　支持基板
３ｐ１ａ，３ｐ２ａ，３ｐ３ａ　　　　バンプ
３ｐ４ａ，３ｐ５ａ，３ｐ６ａ　　　　バンプ
３ｐ７ａ，３ｐ８ａ，３ｐ９ａ　　　　バンプ
３ｐ１ｂ，３ｐ２ｂ，３ｐ３ｂ　　　　バンプ
３ｐ４ｂ，３ｐ５ｂ，３ｐ６ｂ　　　　バンプ
３ｐ７ｂ，３ｐ８ｂ，３ｐ９ｂ　　　　バンプ
１０　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＥＤパッケージ
３１　　　　　　　　　　　　　　　　レンズ
１００　　　　　　　　　　　　　　　照明装置
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